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(57)【要約】
　複数の走査信号線（１６ｉ・１６ｊ）とデータ信号が
供給される複数のデータ信号線（１５ｘ・１５ｙ・１５
Ｘ・１５Ｙ）とを備え、隣り合う第１および第２画素領
域列それぞれに複数の画素領域が含まれ、第１および第
２画素領域列それぞれに対応して２本ずつデータ信号線
が設けられたアレイ基板であって、一方が第１画素領域
列に対応して設けられたデータ信号線で、他方が第２画
素領域列に対応して設けられたデータ信号線である２本
の隣り合うデータ信号線（１５ｙ・１５Ｘ）の間に、Ｖ
ｃｏｍ信号が供給される間在配線４１が設けられている
。こうすれば、１画素列に対応して複数のデータ信号線
が設けられた液晶表示装置の表示品位を高めることがで
きる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の走査信号線とデータ信号が供給される複数のデータ信号線とを備え、隣り合う第
１および第２画素領域列それぞれに複数の画素領域が含まれ、第１および第２画素領域列
それぞれに対応して複数本ずつデータ信号線が設けられたアレイ基板であって、
　一方が第１画素領域列に対応して設けられたデータ信号線で、他方が第２画素領域列に
対応して設けられたデータ信号線である２本の隣り合うデータ信号線の間隙または該間隙
下あるいは該間隙上に、データ信号とは別の信号が供給される間在配線が設けられている
ことを特徴とするアレイ基板。
【請求項２】
　上記第１および第２画素領域列それぞれに対応して２本ずつデータ信号線が設けられ、
　各画素領域には１つ以上の画素電極が含まれ、
　第１画素領域列に含まれる１つの画素電極は、トランジスタを介して、第１画素領域列
に対応する２本のデータ信号線のいずれかに接続され、第２画素領域列に含まれる１つの
画素電極は、トランジスタを介して、第２画素領域列に対応する２本のデータ信号線のい
ずれかに接続されていることを特徴とする請求項１記載のアレイ基板。
【請求項３】
　上記間在配線は各データ信号線と同層に形成されていることを特徴とする請求項１記載
のアレイ基板。
【請求項４】
　第１画素領域列に含まれる各画素電極は、第１画素領域列に対応して設けられた２本の
データ信号線それぞれに重なるように配され、第２画素領域列に含まれる各画素電極は、
第２画素領域列に対応して設けられた２本のデータ信号線それぞれに重なるように配され
ていることを特徴とする請求項２記載のアレイ基板。
【請求項５】
　第１および第２画素領域列それぞれにおいて、連続する２つの画素領域の一方に含まれ
る画素電極がトランジスタを介して接続されるデータ信号線と、他方に含まれる画素電極
がトランジスタを介して接続されるデータ信号線とが異なっていることを特徴とする請求
項２記載のアレイ基板。
【請求項６】
　第１画素領域列の奇数番目となる画素領域に含まれる画素電極がトランジスタを介して
接続するデータ信号線と、第２画素領域列の偶数番目となる画素領域に含まれる画素電極
がトランジスタを介して接続するデータ信号線とが、上記間在配線を挟んで隣り合うこと
を特徴とする請求項５記載のアレイ基板。
【請求項７】
　トランジスタのゲート電極を覆うゲート絶縁膜と、トランジスタのチャネルを覆う層間
絶縁膜とが設けられ、
　各データ信号線および間在配線はゲート絶縁膜上に形成され、各画素電極は層間絶縁膜
上に形成されていることを特徴とする請求項３に記載のアレイ基板。
【請求項８】
　上記層間絶縁膜には、無機絶縁膜とこれよりも厚い有機絶縁膜とが含まれることを特徴
とする請求項７に記載のアレイ基板。
【請求項９】
　複数の保持容量配線を備え、上記間在配線が少なくとも１本の保持容量配線に接続され
ていることを特徴とする請求項２～８のいずれか１項に記載のアレイ基板。
【請求項１０】
　第１画素領域列に含まれる各画素電極および第２画素領域列に含まれる各画素電極が、
上記間在配線に重なるように配されていることを特徴とする請求項２～９のいずれか１項
に記載のアレイ基板。
【請求項１１】



(3) JP WO2010/103726 A1 2010.9.16

10

20

30

40

50

　第１画素領域列に対応して設けられた２本のデータ信号線の間隔を１００とした場合に
、該２本のデータ信号線のうち間在配線に隣接する方と該間在配線との間隔が、２～１９
８であることを特徴とする請求項２～１０のいずれか１項に記載のアレイ基板。
【請求項１２】
　第１画素領域列に対応して設けられた２本のデータ信号線の間隔は、該２本のデータ信
号線のうち間在配線に隣接する方と該間在配線との間隔に実質的に等しいことを特徴とす
る請求項１１に記載のアレイ基板。
【請求項１３】
　１つの画素領域に複数の画素電極が設けられていることを特徴とする請求項２～１２の
いずれか１項に記載のアレイ基板。
【請求項１４】
　複数の保持容量配線を備え、
　１つの画素領域に設けられた２つの画素電極が、同一の走査信号線に繋がる別々のトラ
ンジスタを介して同一のデータ信号線に接続され、一方の画素電極が保持容量配線と容量
を形成し、他方の画素電極が別の保持容量配線と容量を形成していることを特徴とする請
求項１３に記載のアレイ基板。
【請求項１５】
　１つの画素領域に設けられた２つの画素電極が容量を介して接続され、一方の画素電極
のみが１本の走査信号線に繋がるトランジスタを介してデータ信号線に接続されているこ
とを特徴とする請求項１３に記載のアレイ基板。
【請求項１６】
　複数の保持容量配線を備え、
　１つの画素領域に設けられた２つの画素電極が、同一の走査信号線に繋がる別々のトラ
ンジスタを介して同一のデータ信号線に接続されるとともに、一方の画素電極が別の走査
信号線に繋がるトランジスタを介して、保持容量配線と容量を形成する容量電極に接続さ
れていることを特徴とする請求項１３に記載のアレイ基板。
【請求項１７】
　複数の保持容量配線を備え、
　１つの画素領域に設けられた２つの画素電極が、同一の走査信号線に繋がる別々のトラ
ンジスタを介して同一のデータ信号線に接続されるとともに、一方の画素電極が別の走査
信号線に繋がるトランジスタを介して、他方の画素電極と容量を形成する容量電極に接続
され、この容量電極が保持容量配線とも容量を形成していることを特徴とする請求項１３
に記載のアレイ基板。
【請求項１８】
　各画素電極に対応してカラーフィルタが設けられていることを特徴とする請求項１７に
記載のアレイ基板。
【請求項１９】
　各画素領域に設けられた櫛型の画素電極と、該画素電極と同層に形成された共通電極と
を備えることを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項２０】
　各画素領域に設けられた櫛型の画素電極と、該画素電極と別層に形成された共通電極と
を備えることを特徴とする請求項１に記載のアレイ基板。
【請求項２１】
　請求項１～２０のいずれか１項に記載のアレイ基板を備えることを特徴とする液晶パネ
ル。
【請求項２２】
　請求項２１に記載の液晶パネルを備えることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２３】
　上記間在配線には定電位信号が供給されることを特徴とする請求項２２記載の液晶表示
装置。
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【請求項２４】
　上記間在配線には周期的に極性が反転する信号が供給されることを特徴とする請求項２
２記載の液晶表示装置。
【請求項２５】
　上記間在配線には、実効値が実質的に共通電極の電位となる信号が供給されることを特
徴とする請求項２２記載の液晶表示装置。
【請求項２６】
　請求項２記載のアレイ基板を備え、走査信号線を２本ずつ同時選択していくことを特徴
とする液晶表示装置。
【請求項２７】
　第１および第２画素領域列それぞれにおいて、連続する２つの画素領域の一方に含まれ
る画素電極がトランジスタを介して接続されるデータ信号線と、他方に含まれる画素電極
がトランジスタを介して接続されるデータ信号線とが異なっており、
　上記連続する２つの画素領域の一方に含まれる画素電極が接続されるトランジスタが、
同時選択される２本の走査信号線の一方に接続され、上記連続する２つの画素領域の他方
に含まれる画素電極が接続されるトランジスタが、同時選択される上記２本の走査信号線
の他方に接続されていることを特徴とする請求項２６記載の液晶表示装置。
【請求項２８】
　第１画素領域列に対応する２本のデータ信号線の一方には一垂直走査期間中第１極性の
データ信号を供給するとともに、他方には一垂直走査期間中第２極性のデータ信号を供給
し、第２画素領域列に対応する２本のデータ信号線の一方には一垂直走査期間中第１極性
のデータ信号を供給するとともに、他方には一垂直走査期間中第２極性のデータ信号を供
給することを特徴とする請求項２７記載の液晶表示装置。
【請求項２９】
　第１画素領域列の奇数番目となる画素領域に含まれる画素電極がトランジスタを介して
接続するデータ信号線と、第２画素領域列の偶数番目となる画素領域に含まれる画素電極
がトランジスタを介して接続するデータ信号線とが、上記間在配線を挟んで隣り合い、
　これら間在配線を挟んで隣り合う２本のデータ信号線それぞれには、同一水平走査期間
に同一極性のデータ信号を供給することを特徴とする請求項２８記載の液晶表示装置。
【請求項３０】
　請求項１２記載のアレイ基板を備え、各保持容量配線には周期的に極性が反転する信号
が供給されることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項３１】
　上記間在配線が複数の保持容量配線に接続されていることを特徴とする請求項３０記載
の液晶表示装置。
【請求項３２】
　上記間在配線に接続する各保持容量配線には同位相の信号が供給されることを特徴とす
る請求項３１記載の液晶表示装置。
【請求項３３】
　請求項２２～３２のいずれか１項に記載の液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信す
るチューナ部とを備えることを特徴とするテレビジョン受像機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、１画素列に対応して複数のデータ信号線が設けられた液晶表示装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１（図５７参照）には、１つの画素列に２本のデータ線（左側データ線および
右側データ線）を設け、同一画素列に含まれる奇数番目の画素の画素電極を左側データ線
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に接続する一方、偶数番目の画素の画素電極を右側データ線に接続し、連続する２本の走
査信号線（奇数番目の画素に接続する走査信号線および偶数番目の画素に接続する走査信
号線）を同時選択することで、画面の書き換え速度を高める液晶表示装置が開示されてい
る。
【０００３】
　また、１画素に第１および第２画素電極を含む画素分割方式の液晶パネルの１画素列に
対応して２本のデータ線を設け、第１副画素電極を上記２本のデータ線の一方に接続する
とともに、第２副画素電極を他方に接続することで、第１および第２画素電極を互いに異
なる輝度に制御し、視野角特性を高める構成も提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】日本国公開特許公報「特開平１０－２５３９８７号公報（公開日：１９９
８年９月２５日）」
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本願発明者らは、上記のように１つの画素列に複数のデータ信号線を設けた場合に、隣
り合う２つの画素列の一方に含まれる画素電極と他方に対応するデータ信号線との間の寄
生容量が一因と考えられる縦縞状のムラ（縦シャドー）が発現することを見出した。
【０００６】
　本発明は、１画素列に対応して複数のデータ信号線が設けられた液晶表示装置の表示品
位を高めることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本アレイ基板は、複数の走査信号線とデータ信号が供給される複数のデータ信号線とを
備え、隣り合う第１および第２画素領域列それぞれに複数の画素領域が含まれ、第１およ
び第２画素領域列それぞれに対応して複数本ずつデータ信号線が設けられたアレイ基板で
あって、一方が第１画素領域列に対応して設けられたデータ信号線で、他方が第２画素領
域列に対応して設けられたデータ信号線である２本の隣り合うデータ信号線の間隙または
該間隙下あるいは該間隙上に、データ信号とは別の信号が供給される間在配線が設けられ
ていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本アレイ基板（例えば、アクティブマトリクス基板）を備えた表示装置（例えば、液晶
表示装置）を駆動する場合には、上記間在配線にデータ信号とは別の信号（例えば、定電
位信号や周期的に極性が反転する信号）を供給する。これにより、画素とその隣接画素に
対応するデータ信号線との間のクロストークを低減することができ、表示品位を高めるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１にかかる液晶パネルの構成例を示す平面図である。
【図２】図１の液晶パネルの矢視断面図である。
【図３】図１の液晶パネルに用いられるアクティブマトリクス基板の等価回路図である。
【図４】図３のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの駆動方法を示すタイミン
グチャートである。
【図５】図４の駆動方法による液晶パネルの表示状態を示す模式図である。
【図６】本液晶パネル駆動時の間在配線近傍での等電位線の分布を示す断面図である。
【図７】実施の形態２にかかるアクティブマトリクス基板の等価回路図である。
【図８】図７のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの駆動方法を示すタイミン
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グチャートである。
【図９】図８の駆動方法による液晶パネルの表示状態を示す模式図である。
【図１０】図７のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの駆動方法を示すタイミ
ングチャートである。
【図１１】図８の駆動方法におけるゲートオンパルスと保持容量配線信号とを示すタイミ
ングチャートである。
【図１２】図７のアクティブマトリクス基板の変形例を示す等価回路図である。
【図１３】図７のアクティブマトリクス基を備えた液晶パネルの具体例を示す平面図であ
る。
【図１４】本液晶パネル駆動時の間在配線近傍での等電位線の分布を示す断面図である。
【図１５】実施の形態２にかかる液晶パネルの他の構成を示す平面図である。
【図１６】本液晶パネル駆動時の間在配線近傍での等電位線の分布を示す断面図である。
【図１７】実施の形態２にかかるアクティブマトリクス基板の他の構成を示す等価回路図
である。
【図１８】図１７のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの駆動方法を示すタイ
ミングチャートである。
【図１９】図１８の駆動方法において間在配線に供給する信号とゲートオンパルスと保持
容量配線信号とを示すタイミングチャートである。
【図２０】実施の形態２にかかる液晶パネルのさらに他の構成を示す平面図である。
【図２１】図２０の液晶パネルの矢視断面図である。
【図２２】本液晶パネル駆動時の間在配線近傍での等電位線の分布を示す断面図である。
【図２３】実施の形態３にかかるアクティブマトリクス基板の構成を示す等価回路図であ
る。
【図２４】図２３のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの駆動方法を示すタイ
ミングチャートである。
【図２５】図２４の駆動方法による液晶パネルの表示状態を示す模式図である。
【図２６】実施の形態３にかかる液晶パネルの構成を示す平面図である。
【図２７】図２６の液晶パネルの矢視断面図である。
【図２８】本液晶パネル駆動時の間在配線近傍での等電位線の分布を示す断面図である。
【図２９】実施の形態４にかかるアクティブマトリクス基板の構成を示す等価回路図であ
る。
【図３０】図２９のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの駆動方法を示すタイ
ミングチャートである。
【図３１】図３０の駆動方法による液晶パネルの表示状態を示す模式図である。
【図３２】実施の形態４にかかる液晶パネルの構成を示す平面図である。
【図３３】図３２の液晶パネルの矢視断面図である。
【図３４】実施の形態５にかかるアクティブマトリクス基板の構成を示す等価回路図であ
る。
【図３５】図３４のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの駆動方法を示すタイ
ミングチャートである。
【図３６】図３５の駆動方法による液晶パネルの表示状態を示す模式図である。
【図３７】実施の形態５にかかる液晶パネルの構成を示す平面図である。
【図３８】図３７の液晶パネルの矢視断面図である。
【図３９】実施の形態５にかかるアクティブマトリクス基板の他の構成を示す等価回路図
である。
【図４０】図３９のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの駆動方法を示すタイ
ミングチャートである。
【図４１】図４０の駆動方法による液晶パネルの表示状態を示す模式図である。
【図４２】実施の形態５にかかる液晶パネルの他の構成を示す平面図である。
【図４３】本液晶パネル駆動時の間在配線近傍での等電位線の分布を示す断面図である。
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【図４４】実施の形態６にかかるアクティブマトリクス基板の構成を示す等価回路図であ
る。
【図４５】図４４のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの駆動方法を示すタイ
ミングチャートである。
【図４６】図４５の駆動方法による液晶パネルの表示状態を示す模式図である。
【図４７】実施の形態６にかかる液晶パネルの構成を示す平面図である。
【図４８】図４７の液晶パネルの矢視断面図である。
【図４９】実施の形態６にかかる液晶パネルの他の構成を示す平面図である。
【図５０】図４９の液晶パネルの矢視断面図である。
【図５１】（ａ）は本液晶表示ユニットの構成を示す模式図であり、（ｂ）は本液晶表示
装置の構成を示す模式図である。
【図５２】本液晶表示装置の全体構成を説明するブロック図である。
【図５３】本液晶表示装置の機能を説明するブロック図である。
【図５４】本テレビジョン受像機の機能を説明するブロック図である。
【図５５】本テレビジョン受像機の構成を示す分解斜視図である。
【図５６】参考となる液晶パネル駆動時のデータ信号線間での等電位線の分布を示す断面
図である。
【図５７】従来のアクティブマトリクス基板の構成を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本実施の形態を、図１～５６を用いて説明すれば、以下のとおりである。なお、説明の
便宜のため、以下では走査信号線の延伸方向を行方向とする。ただし、本液晶パネル（あ
るいはこれに用いられるアクティブマトリクス基板）を備えた液晶表示装置の利用（視聴
）状態において、その走査信号線が横方向に延伸していても縦方向に延伸していてもよい
ことはいうまでもない。なお、液晶パネルを示す図面では、配向規制用構造物を適宜省略
記載している。
【００１１】
　〔実施の形態１〕
　図３は実施の形態１にかかるアクティブマトリクス基板の一部を示す等価回路図である
。図３に示すように、本アクティブマトリクス基板では、データ信号線１５ｘ・１５ｙ・
１５Ｘ・１５Ｙがこの順に並べられ、行方向（図中左右方向）に延伸する走査信号線１６
ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎがこの順に並べられ、データ信号線１５ｘ・１５ｙおよび走
査信号線１６ｉの交差部に対応して画素領域１０1が設けられ、データ信号線１５ｘ・１
５ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部に対応して画素領域１０２が設けられ、データ信号
線１５ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｍの交差部に対応して画素領域１０３が設けられ
、データ信号線１５Ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｎの交差部に対応して画素領域１０
４が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線１６ｉの交差部に対応して
画素領域１０５が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線１６ｊの交差
部に対応して画素領域１０６が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線
１６ｍの交差部に対応して画素領域１０７が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよ
び走査信号線１６ｎの交差部に対応して画素領域１０８が設けられ、画素領域１０１・１
０５に対応して保持容量配線１８ｐが設けられ、画素領域１０２・１０６に対応して保持
容量配線１８ｑが設けられ、画素領域１０３・１０７に対応して保持容量配線１８ｒが設
けられ、画素領域１０４・１０８に対応して保持容量配線１８ｓが設けられている。
【００１２】
　ここで、データ信号線１５ｘ・１５ｙは、画素領域１０１～１０４を含む画素領域列α
に対応して設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙは画素領域１０１～１０４を含む画素
領域列βに対応して設けられ、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に、Ｖｃ
ｏｍ信号が供給される間在配線４１（データ信号線間配線、シールド配線）が設けられて
いる。
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【００１３】
　さらに、各画素には１つずつ画素電極が配され、画素領域１０１の画素電極１７ｉは、
走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２ｉを介してデータ信号線１５ｘに接続され、
画素領域１０２の画素電極１７ｊは、走査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ｊを介
してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０３の画素電極１７ｍは、走査信号線１
６ｍに繋がるトランジスタ１２ｍを介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素領域１０
４の画素電極１７ｎは、走査信号線１６ｎに繋がるトランジスタ１２ｎを介してデータ信
号線１５ｙに接続され、画素領域１０５の画素電極１７Ｉは、走査信号線１６ｉに繋がる
トランジスタ１２Ｉを介してデータ信号線１５Ｘに接続され、画素領域１０６の画素電極
１７Ｊは、走査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２Ｊを介してデータ信号線１５Ｙに
接続され、画素領域１０７の画素電極１７Ｍは、走査信号線１６ｍに繋がるトランジスタ
１２Ｍを介してデータ信号線１５Ｘに接続され、画素領域１０８の画素電極１７Ｎは、走
査信号線１６ｎに繋がるトランジスタ１２Ｎを介してデータ信号線１５Ｙに接続される。
すなわち、画素領域列αの偶数番目となる各画素領域（１０２・１０４）の画素電極が接
続するデータ信号線１５ｙと、画素領域列βの奇数番目となる画素領域（１０５・１０７
）の画素電極が接続するデータ信号線１５Ｘとが、間在配線４１を挟んで隣り合うことに
なる。
【００１４】
　また、画素領域１０１の画素電極１７ｉおよび画素領域１０５の画素電極１７Ｉが接続
される走査信号線１６ｉと、画素領域１０２の画素電極１７ｊおよび画素領域１０６の画
素電極１７Ｊが接続される走査信号線１６ｊとがパネル内あるいはパネル外で接続され、
両者（１６ｉ・１６ｊ）は同時選択される（後述）。また、画素領域１０３の画素電極１
７ｍおよび画素領域１０７の画素電極１７Ｍが接続される走査信号線１６ｍと、画素領域
１０４の画素電極１７ｎおよび画素領域１０８の画素電極１７Ｎが接続される走査信号線
１６ｎとがパネル内あるいはパネル外で接続され、両者（１６ｍ・１６ｎ）は同時選択さ
れる（後述）。もちろん、走査信号線１６ｉと走査信号線１６ｊ、および走査信号線１６
ｍと走査信号線１６ｎがパネル内・外で接続されていない構成とすることも可能である。
【００１５】
　また、保持容量配線１８ｐおよび画素電極１７ｉ間に保持容量ｉが形成され、保持容量
配線１８ｑおよび画素電極１７ｊ間に保持容量ｊが形成され、保持容量配線１８ｐおよび
画素電極１７Ｉ間に保持容量Ｉが形成され、保持容量配線１８ｑおよび画素電極１７Ｊ間
に保持容量Ｊが形成される。
【００１６】
　図４は、上記アクティブマトリクス基板を備えた本液晶パネルの駆動方法（ノーマリブ
ラックモード）を示すタイミングチャートである。なお、Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹはそれ
ぞれデータ信号線１５ｘ・１５ｙ・１５Ｘ・１５Ｙに供給されるデータ信号（データ信号
）を示し、Ｓｚは間在配線に供給される信号を示し、ＧＰｉ・ＧＰｊ・ＧＰｍ・ＧＰｎは
それぞれ、走査信号線１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎに供給されるゲート信号を示し、
Ｖｉ・Ｖｊ・ＶＩ・ＶＪ・Ｖｍ・Ｖｎは画素電極１７ｉ・１７ｊ・１７Ｉ・１７Ｊ・１７
ｍ・１７ｎの電位を示している。
【００１７】
　本駆動方法では、図４に示されるように、走査信号線を２本ずつ同時選択していき、デ
ータ信号線に供給するデータ信号の極性を１フレーム期間（１Ｖ）ごとに反転させるとと
もに、同一水平走査期間（Ｈ）においては、同一画素列に対応する２本のデータ信号線（
１５ｘ・１５ｙあるいは１５Ｘ・１５Ｙ）に逆極性のデータ信号を供給しつつ、間在配線
を挟んで隣り合う２本のデータ信号線（１５ｙ・１５Ｘ）には同極性のデータ信号を供給
する。そして、間在配線には、共通電極の電位に等しい定電位信号（Ｖｃｏｍ信号）を供
給する。
【００１８】
　具体的には、連続するフレームＦ１・Ｆ２のＦ１では、データ信号線１５ｘおよびデー
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タ信号線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期
間含む）にプラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信
号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信号を供給し、データ信号
線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６
ｉ・１６ｊの走査期間含む）にマイナス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の
水平走査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもマイナス極性のデータ信
号を供給する。
【００１９】
　これにより、本液晶パネルを駆動すると、図５に示すように、画素電極１７ｉを含む画
素はプラス極性、画素電極１７ｊを含む画素はマイナス極性、画素電極１７ｍを含む画素
はプラス極性、画素電極１７ｎを含む画素はマイナス極性、画素電極１７Ｉを含む画素は
マイナス極性、画素電極１７Ｊを含む画素はプラス極性となり、Ｆ１でドット反転駆動が
実現される。
【００２０】
　なお、Ｆ２では、データ信号線１５ｘおよびデータ信号線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の
水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期間含む）にマイナス極性のデータ信号
を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む
）にもマイナス極性のデータ信号を供給し、データ信号線１５ｙおよびデータ信号線１５
Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期間含む）にプ
ラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信号線１６ｍ・
１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信号を供給する。これにより、画素電極
１７ｉはマイナス極性、画素電極１７ｊはプラス極性、画素電極１７ｍはマイナス極性、
画素電極１７ｎはプラス極性、画素電極１７Ｉはプラス極性、画素電極１７Ｊはマイナス
極性となり、Ｆ２でもドット反転駆動が実現される。
【００２１】
　図１は、図３のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの一部を示す平面図であ
る。図１では、その見易さのために、カラーフィルタ基板（対向基板）側の部材を省略し
てアクティブマトリクス基板の部材のみ記載している。
【００２２】
　本液晶パネルでは、一対（２本）のデータ信号線１５ｘ・１５ｙと、一対（２本）のデ
ータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとが、データ信号線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘが隣り合
うように設けられ、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に間在配線４１が配
され、各データ信号線と直交するように、走査信号線１６ｉおよび走査信号線１６ｊが設
けられ、データ信号線１５ｘおよび走査信号線１６ｉの交差部近傍にトランジスタ１２ｉ
が設けられ、データ信号線１５ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部近傍にトランジスタ１
２ｊが設けられ、データ信号線１５Ｘおよび走査信号線１６ｉの交差部近傍にトランジス
タ１２Ｉが設けられ、データ信号線１５Ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部近傍にトラン
ジスタ１２Ｊが設けられている。
【００２３】
　画素電極１７ｉはデータ信号線１５ｘ・１５ｙに重なるように設けられ、画素電極１７
ｉの走査方向下流側のエッジが走査信号線１６ｉの走査方向上流側のエッジに重なってい
る。また、画素電極１７ｊもデータ信号線１５ｘ・１５ｙに重なるように設けられ、画素
電極１７ｊの走査方向下流側のエッジが走査信号線１６ｊの走査方向上流側のエッジに重
なっている。また、画素電極１７Ｉはデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙに重なるように設けら
れ、画素電極１７Ｉの走査方向下流側のエッジが走査信号線１６ｉの走査方向上流側のエ
ッジに重なっている。また、画素電極１７Ｊもデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙに重なるよう
に設けられ、画素電極１７Ｊの走査方向下流側のエッジが走査信号線１６ｊの走査方向上
流側のエッジに重なっている。
【００２４】
　保持容量配線１８ｐは、画素電極１７ｉの中央部および画素電極１７Ｉの中央部に重な
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るように設けられ、保持容量配線１８ｑは、画素電極１７ｊの中央部および画素電極１７
Ｊの中央部に重なるように設けられている。
【００２５】
　なお、平面的に視ると、画素電極１７ｉの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線
１５ｘおよびデータ信号線１５ｙの外側に位置し、同様に、画素電極１７ｊの列方向に沿
う２つのエッジは、データ信号線１５ｘおよびデータ信号線１５ｙの外側に位置し、画素
電極１７Ｉの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５Ｘおよびデータ信号線１５
Ｙの外側に位置し、同様に、画素電極１７Ｊの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号
線１５Ｘおよびデータ信号線１５Ｙの外側に位置している。また、間在配線４１は、画素
電極１７ｉおよび画素電極１７Ｉの間隙下並びに画素電極１７ｊおよび画素電極１７Ｊの
間隙下を通っている。
【００２６】
　そして、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ｉのゲート電極として機能し、トランジ
スタ１２ｉのソース電極はデータ信号線１５ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン引き
出し電極２７ｉを介して容量電極３７ｉに接続されている。容量電極３７ｉは保持容量配
線１８ｐ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ｉを介して画素電極１７ｉに接続され
、さらに、容量電極３７ｉからは、画素電極１７ｉと重なるように延伸配線４７ｉが延伸
している。また、走査信号線１６ｊがトランジスタ１２ｊのゲート電極として機能し、ト
ランジスタ１２ｊのソース電極はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレイン電極はドレイ
ン引き出し電極２７ｊを介して容量電極３７ｊに接続されている。容量電極３７ｊは保持
容量配線１８ｑ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ｊを介して画素電極１７ｊに接
続され、さらに、容量電極３７ｊからは、画素電極１７ｊと重なるように延伸配線４７ｊ
が延伸している。
【００２７】
　同様に、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２Ｉのゲート電極として機能し、トランジ
スタ１２Ｉのソース電極はデータ信号線１５Ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン引き
出し電極２７Ｉを介して容量電極３７Ｉに接続されている。容量電極３７Ｉは保持容量配
線１８ｐ上に位置し、２個のコンタクトホール１１Ｉを介して画素電極１７Ｉに接続され
、さらに、容量電極３７Ｉからは、画素電極１７Ｉと重なるように延伸配線４７Ｉが延伸
している。また、走査信号線１６ｊがトランジスタ１２Ｊのゲート電極として機能し、ト
ランジスタ１２Ｊのソース電極はデータ信号線１５Ｙに接続され、ドレイン電極はドレイ
ン引き出し電極２７Ｊを介して容量電極３７Ｊに接続されている。容量電極３７Ｊは保持
容量配線１８ｑ上に位置し、２個のコンタクトホール１１Ｊを介して画素電極１７Ｊに接
続され、さらに、容量電極３７Ｊからは、画素電極１７ｊと重なるように延伸配線４７Ｊ
が延伸している。
【００２８】
　本液晶パネルでは、保持容量配線１８ｐおよび容量電極３７ｉがゲート絶縁膜を介して
重なる部分に上記保持容量ｉが形成され、保持容量配線１８ｑおよび容量電極３７ｊがゲ
ート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｊが形成され、保持容量配線１８ｐおよび
容量電極３７Ｉがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量Ｉが形成され、保持容
量配線１８ｑおよび容量電極３７Ｊがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量Ｊ
が形成される。
【００２９】
　図２は図１のＸ－Ｙ矢視断面図である。同図に示すように、本液晶パネルは、アクティ
ブマトリクス基板３と、これに対向するカラーフィルタ基板３０と、両基板（３・３０）
間に配される液晶層４０とを備える。アクティブマトリクス基板３では、ガラス基板３１
上に走査信号線１６ｉおよび保持容量配線１８ｐが形成され、これを覆うようにゲート絶
縁膜４３が形成されている。ゲート絶縁膜４３の上層には、容量電極３７ｉ、データ信号
線１５ｙ、間在配線４１、データ信号線１５Ｘ、および延伸配線４７Ｉが形成されている
。なお、断面には含まれないが、ゲート絶縁膜４３の上層には、各トランジスタの半導体
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層（ｉ層およびｎ＋層）と、ｎ＋層に接するソース電極およびドレイン電極が形成されて
いる。さらに、各データ信号線および間在配線４１を含むメタル層を覆うように無機層間
絶縁膜２５が形成され、無機層間絶縁膜２５上に、これよりも厚い有機層間絶縁膜２６が
形成されている。有機層間絶縁膜２６上には画素電極１７ｉ・１７Ｉが形成され、さらに
、これら画素電極を覆うように配向膜９が形成されている。なお、コンタクトホール１１
ａｉの形成部では無機層間絶縁膜２５および有機層間絶縁膜２６が刳り貫かれ、画素電極
１７ｉと容量電極３７ｉとが接触している。また、上記のように、保持容量配線１８ｐお
よび容量電極３７ｉがゲート絶縁膜４３を介して重なる部分に上記保持容量ｉが形成され
ている。
【００３０】
　一方、カラーフィルタ基板３０では、ガラス基板３２上にブラックマトリクス１３およ
び着色層（カラーフィルタ層）１４が形成され、その上層に共通電極（ｃｏｍ）２８が形
成され、さらにこれを覆うように配向膜１９が形成されている。
【００３１】
　次に、本液晶パネルの製造方法について説明する。液晶パネルの製造方法には、アクテ
ィブマトリクス基板製造工程と、カラーフィルタ基板製造工程と、両基板を貼り合わせて
液晶を充填する組み立て工程とが含まれる。
【００３２】
　まず、ガラス、プラスチックなどの基板上に、チタン、クロム、アルミニウム、モリブ
デン、タンタル、タングステン、銅などの金属膜、それらの合金膜、または、それらの積
層膜（厚さ１０００Å～３０００Å）をスパッタリング法により成膜し、その後、フォト
リソグラフィー技術（Photo Engraving Process、以下、「ＰＥＰ技術」と称し、これに
はエッチング工程が含まれるものとする）によりパターニングを行い、走査信号線（各ト
ランジスタのゲート電極）および保持容量配線を形成する。
【００３３】
　次いで、走査信号線が形成された基板全体に、ＣＶＤ（Chemical Vapor Deposition）
法により窒化シリコンや酸化シリコンなどの無機絶縁膜（厚さ３０００Å～５０００Å程
度）を成膜し、フォトレジストの除去を行い、ゲート絶縁膜を形成する。
【００３４】
　続いて、ゲート絶縁膜上（基板全体）に、ＣＶＤ法により真性アモルファスシリコン膜
（厚さ１０００Å～３０００Å）と、リンがドープされたｎ＋アモルファスシリコン膜（
厚さ４００Å～７００Å）とを連続して成膜し、その後、ＰＥＰ技術によってパターニン
グを行い、フォトレジストを除去することにより、ゲート電極上に、真性アモルファスシ
リコン層とｎ＋アモルファスシリコン層とからなるシリコン積層体を島状に形成する。
【００３５】
　続いて、シリコン積層体が形成された基板全体に、チタン、クロム、アルミニウム、モ
リブデン、タンタル、タングステン、銅などの金属膜、それらの合金膜、または、それら
の積層膜（厚さ１０００Å～３０００Å）をスパッタリング法により成膜し、その後、Ｐ
ＥＰ技術によりパターニングを行い、データ信号線、トランジスタのソース電極・ドレイ
ン電極、ドレイン引き出し電極、容量電極、および延伸配線を形成する（メタル層の形成
）。ここでは必要に応じてレジストを除去する。
【００３６】
　さらに、上記メタル配線形成時のフォトレジスト、またはソース電極およびドレイン電
極をマスクとして、シリコン積層体を構成するｎ＋アモルファスシリコン層をエッチング
除去し、フォトレジストを除去することにより、トランジスタのチャネルを形成する。こ
こで、半導体層は、上記のようにアモルファスシリコン膜により形成させてもよいが、ポ
リシリコン膜を成膜させてもよく、また、アモルファスシリコン膜およびポリシリコン膜
にレーザアニール処理を行って結晶性を向上させてもよい。これにより、半導体層内の電
子の移動速度が速くなり、トランジスタ（ＴＦＴ）の特性を向上させることができる。
【００３７】
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　次いで、データ信号線などが形成された基板全体に層間絶縁膜を形成する。具体的には
、ＳｉＨ４ガスとＮＨ３ガスとＮ２ガスとの混合ガスを用い、基板全面を覆うように、厚
さ約３０００ÅのＳｉＮｘからなる無機層間絶縁膜（パッシベーション膜）をＣＶＤにて
形成し、さらに、厚さ約３μｍのポジ型感光性アクリル樹脂からなる有機層間絶縁膜をス
ピンコートやダイコートにて形成する。
【００３８】
　その後、ＰＥＰ技術により有機層間絶縁膜にコンタクトホールのパターニングを行い、
その後有機層間絶縁膜を焼成する。さらに、有機層間絶縁膜のパターンを用いて、無機層
間絶縁膜あるいは無機層間絶縁膜とゲート絶縁膜をエッチング除去してコンタクトホール
を形成する。
【００３９】
　続いて、コンタクトホールが形成された層間絶縁膜上の基板全体に、ＩＴＯ（Indium T
in Oxide）、ＩＺＯ（Indium Zinc Oxide）、酸化亜鉛、酸化スズなどからなる透明導電
膜（厚さ１０００Å～２０００Å）をスパッタリング法により成膜し、その後、ＰＥＰ技
術によりパターニングを行い、レジストを除去して各画素電極を形成する。
【００４０】
　最後に、画素電極上の基板全体に、ポリイミド樹脂を厚さ５００Å～１０００Åで印刷
し、その後、焼成して、回転布にて一方向にラビング処理を行って、配向膜を形成する。
以上のようにして、アクティブマトリクス基板製造される。
【００４１】
　以下に、カラーフィルタ基板製造工程について説明する。
【００４２】
　まず、ガラス、プラスチックなどの基板上（基板全体）に、クロム薄膜、または黒色顔
料を含有する樹脂を成膜した後にＰＥＰ技術によってパターニングを行い、ブラックマト
リクスを形成する。次いで、ブラックマトリクスの間隙に、顔料分散法などを用いて、赤
、緑および青のカラーフィルタ層（厚さ２μｍ程度）をパターン形成する。
【００４３】
　続いて、カラーフィルタ層上の基板全体に、ＩＴＯ、ＩＺＯ、酸化亜鉛、酸化スズなど
からなる透明導電膜（厚さ１０００Å程度）を成膜し、共通電極（ｃｏｍ）を形成する。
【００４４】
　最後に、共通電極上の基板全体に、ポリイミド樹脂を厚さ５００Å～１０００Åで印刷
し、その後、焼成して、回転布にて一方向にラビング処理を行って、配向膜を形成する。
上記のようにして、カラーフィルタ基板を製造することができる。
【００４５】
　以下に、組み立て工程について、説明する。
【００４６】
　まず、アクティブマトリクス基板およびカラーフィルタ基板の一方に、スクリーン印刷
により、熱硬化性エポキシ樹脂などからなるシール材料を液晶注入口の部分を欠いた枠状
パターンに塗布し、他方の基板に液晶層の厚さに相当する直径を持ち、プラスチックまた
はシリカからなる球状のスペーサーを散布する。なお、スペーサーを散布する代わりに、
ＰＥＰ技術によりＣＦ基板のＢＭ上あるいはアクティブマトリクス基板のメタル配線上に
スペーサーを形成してもよい。
【００４７】
　次いで、アクティブマトリクス基板とカラーフィルタ基板とを貼り合わせ、シール材料
を硬化させる。
【００４８】
　最後に、アクティブマトリクス基板およびカラーフィルタ基板並びにシール材料で囲ま
れる空間に、減圧法により液晶材料を注入した後、液晶注入口にＵＶ硬化樹脂を塗布し、
ＵＶ照射によって液晶材料を封止することで液晶層を形成する。以上のようにして、液晶
パネルが製造される。
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【００４９】
　本液晶パネルでは、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間にＶｃｏｍ信号が
供給される間在配線４１を設けているため、例えば画素電極１７ｉとデータ信号線１５Ｘ
との間の寄生容量に起因する両者（１７ｉおよび１５Ｘ）間のクロストークを低減するこ
とができる。なお、図６は本液晶パネルを駆動したときの等電位線（ＬＶＭは－０．５Ｖ
線、ＬＶＰは＋０．５Ｖ線）を示し、図５６は間在配線４１を設けない場合の等電位線（
ＬＶＭは－０．５Ｖ線、ＬＶＰは＋０．５Ｖ線）を示している。図５６では自画素の画素
電極上から隣接画素に対応するデータ信号線上に等電位線が流れているのに対し、図６で
は自画素の画素電極（１７ｉ）上から隣接画素に対応するデータ信号線（１５Ｘ）上に等
電位線が流れておらず、上記のクロストーク低減効果は明らかである。なお、上記寄生容
量の値は、例えば４割程度低減される。
【００５０】
　１画素列に対応して２本のデータ信号線を設ける液晶パネルで図４のようにデータ信号
線を駆動した場合、画素電極は、自画素に対応する２本のデータ信号線それぞれとの間の
クロストークの影響を受け、これらクロストークの影響が互いに打ち消しあう方向に働く
（１画素列に対応する２本のデータ信号線には逆極性のデータ信号が供給されるため）。
このため、自画素の画素電極と隣接画素（行方向に隣接する画素）に対応するデータ信号
線との間のクロストークの影響があると、この打ち消し状態に乱れが生じ、縦シャドーと
して視認されるおそれがある。
【００５１】
　特に同一画素列に同一色の表示を行う場合、自画素に対応する２本のデータ信号線には
逆極性で大きさ（電圧の絶対値）の似通ったデータ信号が供給されることが多いため、自
画素の画素電極と自画素に対応する２本のデータ信号線それぞれとの間のクロストークは
ほとんど打ち消される。一方、自画素の両側に位置する２つの隣接画素には互いに異なる
色が表示される（例えば、自画素に第１色が表示されるなら、両側に位置する２つの隣接
画素には第２および第３色が表示される）ため、この２つの隣接画素に対応する４本のデ
ータ信号線のうち自画素に隣接する２本のデータ信号線（他色用隣接データ信号線）には
、逆極性であっても大きさ（電圧の絶対値）が似通っていないデータ信号が供給されるこ
とが多い。すなわち、自画素（第１色）の画素電極と２本の他色用隣接データ信号線（第
２色用データ信号線および第３色用データ信号線）それぞれとの間のクロストークの影響
は互いに打ち消されにくく、これが縦シャドーの要因となる。
【００５２】
　そこで、本液晶パネルでは、自画素の画素電極と隣接画素に対応するデータ信号線（例
えば、他色用隣接データ信号線）との間のクロストークを間在配線によって低減し、縦シ
ャドーの発現を抑制している。本液晶パネルのように、画素電極を自画素に対応する２本
のデータ信号線それぞれに被せる構成（超高開口率の構成）では、クロストークの影響が
大きくなるため、この効果は特に顕著なものとなる。
【００５３】
　また、本液晶パネルでは、間在配線４１によって、間在配線を挟んで隣り合う２本のデ
ータ信号線（例えば、１５ｙ・１５Ｘ）間の寄生容量に起因する両者間のクロストークを
低減することができる。なお、上記寄生容量の値は、例えば５割程度低減される。
【００５４】
　さらに、本液晶パネルでは、間在配線上に共通電極と同電位の領域が生じ、この領域は
ノーマリブラックモードで暗線ＤＬ（図６参照）となるため、行方向に隣接する画素間に
配されるブラックマトリクス（図２のブラックマトリクス１３）の幅を小さくすることが
できる。
【００５５】
　なお、本液晶パネルでは、２本の走査信号線を同時選択していくことができるため、各
画素の書き込み時間をそのままにして画面の書き込み時間を半減することができる。すな
わち、本液晶パネルは倍速駆動（１２０Ｈｚ駆動）等の高速駆動に好適である。
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【００５６】
　また、本液晶パネルは、各データ信号線に一垂直走査期間中同極性のデータ信号を供給
しつつドット反転駆動を実現する構成であるため、低消費電力化に加え、大型化や高速駆
動にも好適といえる。
【００５７】
　〔実施の形態２〕
　図７は実施の形態２にかかるアクティブマトリクス基板の一部を示す等価回路図である
。図７に示すように、本アクティブマトリクス基板では、データ信号線１５ｘ・１５ｙ・
１５Ｘ・１５Ｙがこの順に並べられ、行方向（図中左右方向）に延伸する走査信号線１６
ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎがこの順に並べられ、データ信号線１５ｘ・１５ｙおよび走
査信号線１６ｉの交差部に対応して画素領域１０1が設けられ、データ信号線１５ｘ・１
５ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部に対応して画素領域１０２が設けられ、データ信号
線１５ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｍの交差部に対応して画素領域１０３が設けられ
、データ信号線１５Ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｎの交差部に対応して画素領域１０
４が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線１６ｉの交差部に対応して
画素領域１０５が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線１６ｊの交差
部に対応して画素領域１０６が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線
１６ｍの交差部に対応して画素領域１０７が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよ
び走査信号線１６ｎの交差部に対応して画素領域１０８が設けられ、画素領域１０１・１
０５に対応して保持容量配線１８ｋが設けられ、画素領域１０１・１０５・１０２・１０
６に対応して保持容量配線１８ｐが設けられ、画素領域１０２・１０６・１０３・１０７
に対応して保持容量配線１８ｑが設けられ、画素領域１０３・１０７・１０４・１０８に
対応して保持容量配線１８ｒが設けられ、画素領域１０４・１０８に対応して保持容量配
線１８ｓが設けられている。
【００５８】
　ここで、データ信号線１５ｘ・１５ｙは、画素領域１０１～１０４を含む画素領域列α
に対応して設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙは画素領域１０１～１０４を含む画素
領域列βに対応して設けられ、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に、Ｖｃ
ｏｍ信号が供給される間在配線４１が設けられている。
【００５９】
　さらに、各画素には２つずつ画素電極が配され、画素領域１０１の画素電極１７ｉａは
、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２ｉａを介してデータ信号線１５ｘに接続さ
れ、画素領域１０１の画素電極１７ｉｂは、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２
ｉｂを介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素領域１０２の画素電極１７ｊａは、走
査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ｊａを介してデータ信号線１５ｙに接続され、
画素領域１０２の画素電極１７ｊｂは、走査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ｊｂ
を介してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０３の画素電極１７ｍａは、走査信
号線１６ｍに繋がるトランジスタ１２ｍａを介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素
領域１０３の画素電極１７ｍｂは、走査信号線１６ｍに繋がるトランジスタ１２ｍｂを介
してデータ信号線１５ｘに接続され、画素領域１０４の画素電極１７ｎａは、走査信号線
１６ｎに繋がるトランジスタ１２ｎａを介してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領域
１０４の画素電極１７ｎｂは、走査信号線１６ｎに繋がるトランジスタ１２ｎｂを介して
データ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０５の画素電極１７ＩＡは、走査信号線１６
ｉに繋がるトランジスタ１２ＩＡを介してデータ信号線１５Ｘに接続され、画素領域１０
５の画素電極１７ＩＢは、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２ＩＢを介してデー
タ信号線１５Ｘに接続され、画素領域１０６の画素電極１７ＪＡは、走査信号線１６ｊに
繋がるトランジスタ１２ＪＡを介してデータ信号線１５Ｙに接続され、画素領域１０６の
画素電極１７ＪＢは、走査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ＪＢを介してデータ信
号線１５Ｙに接続される。すなわち、画素領域列αの偶数番目となる各画素領域（１０２
・１０４）の画素電極が接続するデータ信号線１５ｙと、画素領域列βの奇数番目となる
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画素領域（１０５・１０７）の画素電極が接続するデータ信号線１５Ｘとが、間在配線４
１を挟んで隣り合うことになる。
【００６０】
　また、走査信号線１６ｉと走査信号線１６ｉとがパネル内あるいはパネル外で接続され
、両者（１６ｉ・１６ｊ）は同時選択される（後述）。また、走査信号線１６ｍと走査信
号線１６ｎとがパネル内あるいはパネル外で接続され、両者（１６ｍ・１６ｎ）は同時選
択される（後述）。
【００６１】
　また、画素電極１７ｉａおよび保持容量配線１８ｋ間に保持容量ｉａが形成され、画素
電極１７ｉｂおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量ｉｂが形成され、画素電極１７ｊａ
および保持容量配線１８ｐ間に保持容量ｊａが形成され、画素電極１７ｊｂおよび保持容
量配線１８ｑ間に保持容量ｊｂが形成され、画素電極１７ｍａおよび保持容量配線１８ｑ
間に保持容量ｍａが形成され、画素電極１７ｍｂおよび保持容量配線１８ｒ間に保持容量
ｍｂが形成され、画素電極１７ｎａおよび保持容量配線１８ｒ間に保持容量ｎａが形成さ
れ、画素電極１７ｎｂおよび保持容量配線１８ｓ間に保持容量ｎｂが形成され、画素電極
１７ＩＡおよび保持容量配線１８ｋ間に保持容量ＩＡが形成され、画素電極１７ＩＢおよ
び保持容量配線１８ｐ間に保持容量ＩＢが形成され、画素電極１７ＪＡおよび保持容量配
線１８ｐ間に保持容量ＪＡが形成され、画素電極１７ＪＢおよび保持容量配線１８ｑ間に
保持容量ＪＢが形成される。
【００６２】
　図８・１０は、上記アクティブマトリクス基板を備えた本液晶パネルの駆動方法（ノー
マリブラックモード）を示すタイミングチャートである。なお、Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹ
はそれぞれデータ信号線１５ｘ・１５ｙ・１５Ｘ・１５Ｙに供給されるデータ信号（デー
タ信号）を示し、Ｓｚは間在配線に供給される信号を示し、ＧＰｉ・ＧＰｊ・ＧＰｍ・Ｇ
Ｐｎはそれぞれ、走査信号線１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎに供給されるゲート信号を
示し、Ｃｓｋ・Ｃｓｐ・Ｃｓｑ・Ｃｓｒ・Ｃｓｓはそれぞれ保持容量配線１８ｋ・１８ｐ
・１８ｑ・１８ｒ・１８ｓに供給される保持容量配線信号（Ｃｓ信号）を示し、Ｖｉａ・
Ｖｉｂ・Ｖｊａ・Ｖｊｂ・ＶＩＡ・ＶＩＢ・Ｖｍａ・Ｖｍｂ・Ｖｎａ・Ｖｎｂは画素電極
１７ｉａ・１７ｉｂ・１７ｊａ・１７ｊｂ・１７ＩＡ・１７ＩＢ・１７ｍａ・１７ｍｂ・
１７ｎａ・１７ｎｂの電位を示している。なお、各画素電極の電位は、データ信号の書き
込み後に周期的に変動するが、本図では実効値（一定値）を記載している。
【００６３】
　本駆動方法では、図８に示されるように、走査信号線を２本ずつ同時選択していき、デ
ータ信号線に供給するデータ信号の極性を１フレーム期間（１Ｖ）ごとに反転させるとと
もに、同一水平走査期間においては、同一画素列に対応する２本のデータ信号線（１５ｘ
・１５ｙあるいは１５Ｘ・１５Ｙ）に逆極性のデータ信号を供給しつつ、間在配線を挟ん
で隣り合う２本のデータ信号線（１５ｙ・１５Ｘ）には同極性のデータ信号を供給する。
そして、間在配線には、共通電極の電位に等しい定電位信号（Ｖｃｏｍ信号）を供給する
。さらに、各保持容量配線には、複数水平走査期間ごとに極性が反転する保持容量配線信
号を供給する。
【００６４】
　具体的には、連続するフレームＦ１・Ｆ２のＦ１では、データ信号線１５ｘおよびデー
タ信号線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期
間含む）にプラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信
号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信号を供給し、データ信号
線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６
ｉ・１６ｊの走査期間含む）にマイナス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の
水平走査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもマイナス極性のデータ信
号を供給する。また、保持容量配線１８ｋには、４Ｈごとに極性が反転し、かつＮ番目の
水平走査期間終了時にマイナスからプラスに極性が反転するような保持容量配線信号を供
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給し、保持容量配線１８ｐには、４Ｈごとに極性が反転し、かつＮ番目の水平走査期間終
了時にプラスからマイナスに極性が反転するような保持容量配線信号を供給し、保持容量
配線１８ｑには、４Ｈごとに極性が反転し、かつ（Ｎ＋１）番目の水平走査期間終了時に
マイナスからプラスに極性が反転するような保持容量配線信号を供給し、保持容量配線１
８ｒには、４Ｈごとに極性が反転し、かつ（Ｎ＋１）番目の水平走査期間終了時にプラス
からマイナスに極性が反転するような保持容量配線信号を供給し、保持容量配線１８ｓに
は、４Ｈごとに極性が反転し、かつ（Ｎ＋２）番目の水平走査期間終了時にマイナスから
プラスに極性が反転するような保持容量配線信号を供給する。
【００６５】
　これにより、図８に示すように、画素電極１７ｉａの電位はプラス極性で、データ信号
書き込み後、保持容量配線１８ｋの電位がまずプラス方向に変動するため、実効電位は書
き込まれたデータ信号の電位よりも高くなる（Ｖｃｏｍを基準とする実効電位の絶対値＞
Ｖｃｏｍを基準とするデータ信号の絶対値）。また、画素電極１７ｉｂの電位はプラス極
性で、データ信号書き込み後、保持容量配線１８ｐの電位がまずマイナス方向に変動する
ため、その実効電位は書き込まれたデータ信号の電位よりも低くなる（実効電位の絶対値
＜データ信号の絶対値）。また、画素電極１７ｊａの電位はマイナス極性で、データ信号
書き込み後、保持容量配線１８ｐの電位がまずマイナス方向に変動するため、実効電位は
書き込まれたデータ信号の電位よりも低く（実効電位の絶対値＞データ信号の絶対値）な
る。また、画素電極１７ｊｂの電位はマイナス極性で、データ信号書き込み後、保持容量
配線１８ｑの電位がまずプラス方向に変動するため、実効電位は書き込まれたデータ信号
の電位よりも高くなる（実効電位の絶対値＜データ信号の絶対値）。また、画素電極１７
ＩＡの電位はマイナス極性で、データ信号書き込み後、保持容量配線１８ｋの電位がまず
プラス方向に変動するため、実効電位は書き込まれたデータ信号の電位よりも高くなる（
実効電位の絶対値＜データ信号の絶対値）。また、画素電極１７ＩＢの電位はマイナス極
性で、データ信号書き込み後、保持容量配線１８ｐの電位がまずマイナス方向に変動する
ため、実効電位は書き込まれたデータ信号の電位よりも低くなる（実効電位の絶対値＞デ
ータ信号の絶対値）。画素電極１７ｍａの電位はプラス極性で、データ信号書き込み後、
保持容量配線１８ｑの電位がまずプラス方向に変動するため、実効電位は書き込まれたデ
ータ信号の電位よりも高くなる（実効電位の絶対値＞データ信号の絶対値）。また、画素
電極１７ｍｂの電位はプラス極性で、データ信号書き込み後、保持容量配線１８ｒの電位
がまずマイナス方向に変動するため、実効電位は書き込まれたデータ信号の電位よりも低
くなる（実効電位の絶対値＜データ信号の絶対値）。また、画素電極１７ｎａの電位はマ
イナス極性で、データ信号書き込み後、保持容量配線１８ｒの電位がまずマイナス方向に
変動するため、実効電位は書き込まれたデータ信号の電位よりも低くなる（実効電位の絶
対値＞データ信号の絶対値）。また、画素電極１７ｎｂの電位はマイナス極性で、データ
信号書き込み後、保持容量配線１８ｓの電位がまずプラス方向に変動するため、実効電位
は書き込まれたデータ信号の電位よりも高くなる（実効電位の絶対値＜データ信号の絶対
値）。
【００６６】
　以上からＦ１では、図９に示すように、画素電極１７ｉａを含む副画素はプラス極性の
明副画素、画素電極１７ｉｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ｊａを
含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極１７ｊｂを含む副画素はマイナス極性の
暗副画素、画素電極１７ｍａを含む副画素はプラス極性の明副画素、画素電極１７ｍｂを
含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ｎａを含む副画素はマイナス極性の明
副画素、画素電極１７ｎｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＡを
含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＢを含む副画素はマイナス極性の
明副画素となり、Ｆ１でドット反転駆動かつ明暗市松表示（行方向および列方向それぞれ
について、明副画素と暗副画素が交互に並ぶような表示）が実現される。
【００６７】
　また、フレームＦ２では、図１０に示すように、データ信号線１５ｘおよびデータ信号
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線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期間含む
）にマイナス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信号線
１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもマイナス極性のデータ信号を供給し、データ信号線
１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ
・１６ｊの走査期間含む）にプラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平
走査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信号を供
給する。また、保持容量配線１８ｋには、４Ｈごとに極性が反転し、かつＮ番目の水平走
査期間終了時にプラスからマイナスに極性が反転するような保持容量配線信号を供給し、
保持容量配線１８ｐには、４Ｈごとに極性が反転し、かつＮ番目の水平走査期間終了時に
マイナスからプラスに極性が反転するような保持容量配線信号を供給し、保持容量配線１
８ｑには、４Ｈごとに極性が反転し、かつ（Ｎ＋１）番目の水平走査期間終了時にプラス
からマイナスに極性が反転するような保持容量配線信号を供給し、保持容量配線１８ｒに
は、４Ｈごとに極性が反転し、かつ（Ｎ＋１）番目の水平走査期間終了時にマイナスから
プラスに極性が反転するような保持容量配線信号を供給し、保持容量配線１８ｓには、４
Ｈごとに極性が反転し、かつ（Ｎ＋２）番目の水平走査期間終了時にプラスからマイナス
に極性が反転するような保持容量配線信号を供給する。
【００６８】
　これによりＦ２では、画素電極１７ｉａを含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素
電極１７ｉｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ｊａを含む副画素は
プラス極性の明副画素、画素電極１７ｊｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電
極１７ＩＡを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＢを含む副画素はプラ
ス極性の明副画素、画素電極１７ｍａを含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極
１７ｍｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ｎａを含む副画素はプラ
ス極性の明副画素、画素電極１７ｎｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素となり、Ｆ２
でもドット反転駆動かつ明暗市松表示（行方向および列方向それぞれについて、明副画素
と暗副画素が交互に並ぶような表示）が実現される。
【００６９】
　本液晶パネルでは明・暗副画素によって中間調を表示することができるため、視野角特
性を高めることができる。また、明暗市松表示によって、明副画素あるいは暗副画素が連
続して並ぶことで生じる縞状のムラを抑制することができる。
【００７０】
　なお、本駆動方法では、図１１に示すように、例えば、保持容量配線１８ｋに供給され
る保持容量配線信号Ｃｓｋと、保持容量配線１８ｋから走査方向下流側に数えて１６本目
にあたる保持容量配線に供給される保持容量配線信号Ｃｓ（ｋ＋１６）が同位相となる。
同様に、保持容量配線１８ｐに供給される保持容量配線信号Ｃｓｐと、保持容量配線１８
ｐから走査方向下流側に数えて１６本目にあたる保持容量配線に供給される保持容量配線
信号Ｃｓ（ｐ＋１６）が同位相となる。そこで図１２に示すように、例えば、保持容量配
線１８ｐと、保持容量配線１８ｐから走査方向下流側に数えて１６×Ｋ（Ｋ＝１，２，３
・・・）番目にあたる保持容量配線（例えば、保持容量配線１８（ｐ＋１６））と、保持
容量配線１８ｐから走査方向上流側に数えて１６×Ｋ（Ｋ＝１，２，３・・・）番目にあ
たる保持容量配線とを幹配線ＣＳＭに接続しておくこともできる。
【００７１】
　図１３は、　図７のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの一部を示す平面図
である。図１３では、その見易さのために、カラーフィルタ基板（対向基板）側の部材を
省略してアクティブマトリクス基板の部材のみ記載している。
【００７２】
　本液晶パネルでは、一対（２本）のデータ信号線１５ｘ・１５ｙと、一対（２本）のデ
ータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとが、データ信号線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘが隣り合
うように設けられ、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に間在配線４１が配
され、各データ信号線と直交するように、走査信号線１６ｉおよび走査信号線１６ｊが設
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けられ、データ信号線１５ｘおよび走査信号線１６ｉの交差部近傍にトランジスタ１２ｉ
ａ・１２ｉｂが設けられ、データ信号線１５ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部近傍にト
ランジスタ１２ｊａ・１２ｊｂが設けられ、データ信号線１５Ｘおよび走査信号線１６ｉ
の交差部近傍にトランジスタ１２ＩＡ・１２ＩＢが設けられ、データ信号線１５Ｙおよび
走査信号線１６ｊの交差部近傍にトランジスタ１２ＪＡ・１２ＪＢが設けられる。
【００７３】
　また、走査信号線１６ｉの走査方向上流側のエッジとデータ信号線１５ｘ・１５ｙとに
重なるように画素電極１７ｉａが設けられ、走査信号線１６ｉの走査方向下流側のエッジ
とデータ信号線１５ｘ・１５ｙとに重なるように画素電極１７ｉｂが設けられ、走査信号
線１６ｊの走査方向上流側のエッジとデータ信号線１５ｘ・１５ｙとに重なるように画素
電極１７ｊａが設けられ、走査信号線１６ｊの走査方向下流側のエッジとデータ信号線１
５ｘ・１５ｙとに重なるように画素電極１７ｊｂが設けられ、走査信号線１６ｉの走査方
向上流側のエッジとデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとに重なるように画素電極１７ＩＡが設
けられ、走査信号線１６ｉの走査方向下流側のエッジとデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとに
重なるように画素電極１７ＩＢが設けられ、走査信号線１６ｊの走査方向上流側のエッジ
とデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとに重なるように画素電極１７ＪＡが設けられ、走査信号
線１６ｊの走査方向下流側のエッジとデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとに重なるように画素
電極１７ＪＢが設けられている。
【００７４】
　また、画素電極１７ｉａ・１７ＩＡに重なるように保持容量配線１８ｋが設けられ、画
素電極１７ｉｂ・１７ＩＢ・１７ｊａ・１７ＪＡに重なるように保持容量配線１８ｐが設
けられ、画素電極１７ｊｂ・１７ＪＢに重なるように保持容量配線１８ｑが設けられてい
る。
【００７５】
　なお、平面的に視ると、画素電極１７ｉａの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号
線１５ｘおよびデータ信号線１５ｙの外側に位置し、画素電極１７ｉｂの列方向に沿う２
つのエッジは、データ信号線１５ｘおよびデータ信号線１５ｙの外側に位置し、画素電極
１７ｊａの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５ｘおよびデータ信号線１５ｙ
の外側に位置し、画素電極１７ｊｂの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５ｘ
およびデータ信号線１５ｙの外側に位置し、画素電極１７ＩＡの列方向に沿う２つのエッ
ジは、データ信号線１５Ｘおよびデータ信号線１５Ｙの外側に位置し、画素電極１７ＩＢ
の列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５Ｘおよびデータ信号線１５Ｙの外側に
位置し、画素電極１７ＪＡの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５Ｘおよびデ
ータ信号線１５Ｙの外側に位置し、画素電極１７ＪＢの列方向に沿う２つのエッジは、デ
ータ信号線１５Ｘおよびデータ信号線１５Ｙの外側に位置している。
【００７６】
　さらに、間在配線４１は、画素電極１７ｉａおよび画素電極１７Ｉａの間隙下と、画素
電極１７ｉｂおよび画素電極１７ＩＢの間隙下と、画素電極１７ｊａおよび画素電極１７
ＪＡの間隙下と、画素電極１７ｊｂおよび画素電極１７ＪＢの間隙下とを通っている。
【００７７】
　そして、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ｉａのゲート電極として機能し、トラン
ジスタ１２ｉａのソース電極はデータ信号線１５ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン
引き出し電極２７ｉａを介して容量電極３７ｉａに接続されている。容量電極３７ｉａは
保持容量配線１８ｋ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ｉａを介して画素電極１７
ｉａに接続されている。また、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ｉｂのゲート電極と
して機能し、トランジスタ１２ｉｂのソース電極はデータ信号線１５ｘに接続され、ドレ
イン電極はドレイン引き出し電極２７ｉｂを介して容量電極３７ｉｂに接続されている。
容量電極３７ｉｂは保持容量配線１８ｐ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ｉｂを
介して画素電極１７ｉｂに接続されている。また、走査信号線１６ｊがトランジスタ１２
ｊａのゲート電極として機能し、トランジスタ１２ｊａのソース電極はデータ信号線１５



(19) JP WO2010/103726 A1 2010.9.16

10

20

30

40

50

ｙに接続され、ドレイン電極はドレイン引き出し電極２７ｊａを介して容量電極３７ｊａ
に接続されている。容量電極３７ｊａは保持容量配線１８ｐ上に位置し、２個のコンタク
トホール１１ｊａを介して画素電極１７ｊａに接続されている。また、走査信号線１６ｊ
がトランジスタ１２ｊｂのゲート電極として機能し、トランジスタ１２ｊｂのソース電極
はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレイン電極はドレイン引き出し電極２７ｊｂを介し
て容量電極３７ｊｂに接続されている。容量電極３７ｊｂは保持容量配線１８ｑ上に位置
し、２個のコンタクトホール１１ｊｂを介して画素電極１７ｊｂに接続されている。
【００７８】
　同様に、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ＩＡのゲート電極として機能し、トラン
ジスタ１２ＩＡのソース電極はデータ信号線１５Ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン
引き出し電極２７ＩＡを介して容量電極３７ＩＡに接続されている。容量電極３７ＩＡは
保持容量配線１８ｋ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ＩＡを介して画素電極１７
ＩＡに接続されている。また、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ＩＢのゲート電極と
して機能し、トランジスタ１２ＩＢのソース電極はデータ信号線１５Ｘに接続され、ドレ
イン電極はドレイン引き出し電極２７ＩＢを介して容量電極３７ＩＢに接続されている。
容量電極３７ＩＢは保持容量配線１８ｐ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ＩＢを
介して画素電極１７ＩＢに接続されている。また、走査信号線１６ｊがトランジスタ１２
ＪＡのゲート電極として機能し、トランジスタ１２ＪＡのソース電極はデータ信号線１５
Ｙに接続され、ドレイン電極はドレイン引き出し電極２７ＪＡを介して容量電極３７ＪＡ
に接続されている。容量電極３７ＪＡは保持容量配線１８ｐ上に位置し、２個のコンタク
トホール１１ＪＡを介して画素電極１７ＪＡに接続されている。また、走査信号線１６ｊ
がトランジスタ１２ＪＢのゲート電極として機能し、トランジスタ１２ＪＢのソース電極
はデータ信号線１５Ｙに接続され、ドレイン電極はドレイン引き出し電極２７ＪＢを介し
て容量電極３７ＪＢに接続されている。容量電極３７ＪＢは保持容量配線１８ｑ上に位置
し、２個のコンタクトホール１１ＪＢを介して画素電極１７ＪＢに接続されている。
【００７９】
　本液晶パネルでは、保持容量配線１８ｋおよび容量電極３７ｉａがゲート絶縁膜を介し
て重なる部分に上記保持容量ｉａが形成され、保持容量配線１８ｐおよび容量電極３７ｉ
ｂがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｉｂが形成され、保持容量配線１８
ｐおよび容量電極３７ｊａがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｊａが形成
され、保持容量配線１８ｑおよび容量電極３７ｊｂがゲート絶縁膜を介して重なる部分に
上記保持容量ｊｂが形成され、保持容量配線１８ｋおよび容量電極３７ＩＡがゲート絶縁
膜を介して重なる部分に上記保持容量ＩＡが形成され、保持容量配線１８ｐおよび容量電
極３７ＩＢがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ＩＢが形成され、保持容量
配線１８ｐおよび容量電極３７ＪＡがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量Ｊ
Ａが形成され、保持容量配線１８ｑおよび容量電極３７ＪＢがゲート絶縁膜を介して重な
る部分に上記保持容量ＪＢが形成される。
【００８０】
　本液晶パネルでは、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間にＶｃｏｍ信号が
供給される間在配線４１を設けているため、例えば画素電極１７ｉａとデータ信号線１５
Ｘとの間に生じる寄生容量に起因する両者（１７ｉａおよび１５Ｘ）間のクロストークを
低減することができ、縦シャドーの発現を抑制することができる。図１４は本液晶パネル
を駆動したときの等電位線（ＬＶＭは－０．５Ｖ線、ＬＶＰは＋０．５Ｖ線）を示してい
るが、同図では自画素の画素電極（１７ｉａ）上から隣接画素に対応するデータ信号線（
１５Ｘ）上に等電位線が流れておらず、上記のクロストーク低減効果は明らかである。な
お、上記寄生容量の値は、例えば４割程度低減されている。本液晶パネルのように画素内
を２つの輝度に制御する画素分割方式では図３のような非画素分割方式よりもクロストー
クの影響が表示品位にシビアに反映されるため、この効果は顕著なものとなっている。
【００８１】
　また、本液晶パネルでは、間在配線４１によって、間在配線を挟んで隣り合う２本のデ
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ータ信号線（例えば、１５ｙ・１５Ｘ）間の寄生容量に起因する両者間のクロストークを
低減することができる。なお、この寄生容量の値は、例えば５割程度低減される。
【００８２】
　図１３の液晶パネルを図１５のように変形することもできる。すなわち、図１３と比較
して、１つの画素領域列に対応する２本のデータ信号線の間隔（一対となるデータ信号線
間の距離）を小さくし、間在配線４１を挟んで隣り合うデータ信号線１５ｙおよびデータ
信号線１５Ｘ間の距離を大きくする。例えば、データ信号線１５ｘ・１５ｙの間隔を１０
０とした場合に、データ信号線１５ｙと間在配線４１との間隔を２～１９８、好ましくは
８０～１２０、より好ましくは９５～１０５（実質的に等間隔）とする。
【００８３】
　この構成では、データ信号線１５ｘ・１５ｙの間に配される容量電極３７ｉａに加えて
、保持容量配線１８ｋ上であってデータ信号線１５ｘ・１５ｙの外側となる部分に２つの
容量電極３８ｉａ・３９ｉａを設け、それぞれを２個のコンタクトホールを介して画素電
極１７ｉａに接続する。また、データ信号線１５ｘ・１５ｙの間に配される容量電極３７
ｉｂに加えて、保持容量配線１８ｋ上であってデータ信号線１５ｘ・１５ｙの外側となる
部分に２つの容量電極３８ｉｂ・３９ｉｂを設け、それぞれを２個のコンタクトホールを
介して画素電極１７ｉｂに接続する。また、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙの間に配される
容量電極３７ｉａに加えて、保持容量配線１８ｋ上であってデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙ
の外側となる部分に２つの容量電極３８ＩＡ・３９ＩＡを設け、それぞれを２個のコンタ
クトホールを介して画素電極１７ＩＡに接続する。さらに、間在配線４１の両側に配され
る、画素電極１７ｉａ・１７ｉｂ・１７ｊａ・１７ｊｂ・１７ＩＡ・ＩＢ・１７ＪＡ・Ｊ
Ｂそれぞれのエッジを間在配線４１に重ねる。
【００８４】
　本液晶パネルでは、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間にＶｃｏｍ信号が
供給される間在配線４１を設けているため、例えば画素電極１７ｉａとデータ信号線１５
Ｘとの間に生じる寄生容量に起因する両者（１７ｉａおよび１５Ｘ）間のクロストークを
大幅に低減することができ、縦シャドーの発現を抑制することができる。図１６は本液晶
パネルを駆動したときの等電位線（ＬＶＭは－０．５Ｖ線、ＬＶＰは＋０．５Ｖ線）を示
しているが、同図では自画素の画素電極（１７ｉａ）上から隣接画素に対応するデータ信
号線（１５Ｘ）上に等電位線が流れておらず、上記のクロストーク低減効果（シールド効
果）は明らかである。なお、上記寄生容量の値は、例えば７割程度低減されている。
【００８５】
　また、一対となるデータ信号線間の間隔とデータ信号線および間在配線間の間隔とをほ
ぼ等しくできるため、間在配線を挟んで隣り合う２本のデータ信号線（例えば、１５ｙ・
１５Ｘ）間の寄生容量に起因する両者間のクロストークを大幅に低減することができる。
なお、この寄生容量の値は、例えば９割程度低減されている。さらに、データ信号線およ
び間在配線の短絡の発生も抑えることができる。
【００８６】
　また、図８・図１０に示す駆動方法では、保持容量配線信号を４Ｈごとに極性反転させ
ているが、例えば、１０Ｈや１２Ｈごとに極性反転させてもよい。こうすれば、保持容量
配線の電位波形の鈍りが副画素の輝度に与える影響が小さくなり、表示品位を高めること
ができる。
【００８７】
　図７の構成およびその駆動方法を示す図８では、間在配線にＶｃｏｍ信号を供給してい
る（間在配線の電位ＳｚをＶｃｏｍに維持している）がこれに限定されない。例えば、図
１７のアクティブマトリクス基板およびこれを備えた液晶パネルの駆動方法である図１８
に示すように、間在配線を保持容量配線および幹配線に接続し、間在配線に保持容量配線
信号（Ｃｓ信号）を供給することもできる。
【００８８】
　例えば、保持容量配線１８ｐと、保持容量配線１８ｐから走査方向下流側に数えて１６
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×Ｋ（Ｋ＝１，２，３・・・）番目にあたる保持容量配線（例えば、保持容量配線１８（
ｐ＋１６））と、保持容量配線１８ｐから走査方向上流側に数えて１６×Ｋ（Ｋ＝１，２
，３・・・）番目にあたる保持容量配線とをそれぞれ、間在配線４１および幹配線ＣＳＭ
に接続する。なお、走査信号線１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎに供給するゲート信号お
よび各保持容量配線に供給する保持容量配線信号は図１９のとおりである。
【００８９】
　本液晶パネルの駆動では、間在配線４１には保持容量配線Ｃｓｐが供給されるため、図
１８に示すように、間在配線４１の電位Ｓｚは４Ｈごとに極性が反転する。他は図８と同
じである。
【００９０】
　図２０は、図１７のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの一具体例を示す平
面図である。図２０では、その見易さのために、カラーフィルタ基板（対向基板）側の部
材を省略してアクティブマトリクス基板の部材のみ記載している。図２０に示す構成は、
図１５において保持容量配線１８ｐと間在配線４１とを接続した構成である。すなわち、
同図では、保持容量配線１８ｐと間在配線４１との交差部である領域７７において、両者
（１８ｐ・４１）が４個のコンタクトホールを介して接続されている。
【００９１】
　図２１は本液晶パネルの領域７７を含む断面図である。同図に示すように、アクティブ
マトリクス基板３では、ガラス基板３１上に保持容量配線１８ｐが形成され、これを覆う
ようにゲート絶縁膜４３が形成されている。ゲート絶縁膜４３の上層には、データ信号線
１５ｙ、間在配線４１、デおよびータ信号線１５Ｘが形成されている。なお、断面には含
まれないが、ゲート絶縁膜４３の上層には、各トランジスタの半導体層（ｉ層およびｎ＋
層）と、ｎ＋層に接するソース電極およびドレイン電極が形成されている。さらに、各デ
ータ信号線および間在配線を含むメタル層を覆うように無機層間絶縁膜２５が形成され、
無機層間絶縁膜２５上に、これよりも厚い有機層間絶縁膜２６が形成されている。有機層
間絶縁膜２６上には画素電極１７ｉｂ・１７ＩＢが形成され、さらに、これら画素電極を
覆うように配向膜９が形成されている。なお、領域７７のコンタクトホール形成部ではゲ
ート絶縁膜４３が刳り貫かれ、間在配線４１と保持容量配線１８ｐとが接触している。
【００９２】
　本液晶パネルでは、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に実効電位がＶｃ
ｏｍとなる信号が供給される間在配線４１を設けているため、例えば画素電極１７ｉａと
データ信号線１５Ｘとの間に生じる寄生容量に起因する両者（１７ｉａおよび１５Ｘ）間
のクロストークを大幅に低減することができ、縦シャドーの発現を抑制することができる
。図２２は本液晶パネルを駆動したときの等電位線（ＬＶＭは－０．５Ｖ線、ＬＶＰは＋
０．５Ｖ線）を示しているが、同図では自画素の画素電極（１７ｉａ）上から隣接画素に
対応するデータ信号線（１５Ｘ）上に等電位線が流れておらず、上記のクロストーク低減
効果（シールド効果）は明らかである。なお、上記寄生容量の値は、例えば７割程度低減
されている。
【００９３】
　本液晶パネルでは、間在配線４１に供給するＶｃｏｍ信号を別途用意しなくて済む。ま
た、一対となるデータ信号線間の間隔とデータ信号線および間在配線間の間隔とをほぼ等
しくできるため、間在配線を挟んで隣り合う２本のデータ信号線（例えば、１５ｙ・１５
Ｘ）間の寄生容量に起因する両者間のクロストークを大幅に低減することができる。なお
、この寄生容量の値は、例えば９割程度低減される。さらに、データ信号線および間在配
線の短絡の発生も抑えることができる。
【００９４】
　また、保持容量配線同士が間在配線を介して接続されるため、保持容量配線の抵抗を低
減することができる。これにより、保持容量配線の電位波形の鈍りが抑制され、表示品位
を高めることができる。また、間在配線を介して接続される各保持容量配線が接続する保
持容量幹配線（ＣＳＭ）を細くしたり、あるいは間在配線に保持容量配線信号を供給する
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ことで保持容量幹配線をなくしたりすることができる。これにより、パネルの外形寸法を
小さくすることができる。
【００９５】
　なお、この構成では間在配線の電位が変動することから、画素電極と間在配線との間で
クロストークが起こりうるが、保持容量配線信号の極性反転周期（４Ｈあるいは上記のよ
うに１０Ｈや１２Ｈ）では液晶が応答できず、加えて保持容量配線信号の実効電位は０（
Ｖｃｏｍ）となることから、実質的に表示品位には影響しない。
【００９６】
　〔実施の形態３〕
　図２３は実施の形態３にかかるアクティブマトリクス基板の一部を示す等価回路図であ
る。図２３に示すように、本アクティブマトリクス基板では、データ信号線１５ｘ・１５
ｙ・１５Ｘ・１５Ｙがこの順に並べられ、行方向（図中左右方向）に延伸する走査信号線
１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎがこの順に並べられ、データ信号線１５ｘ・１５ｙおよ
び走査信号線１６ｉの交差部に対応して画素領域１０1が設けられ、データ信号線１５ｘ
・１５ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部に対応して画素領域１０２が設けられ、データ
信号線１５ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｍの交差部に対応して画素領域１０３が設け
られ、データ信号線１５Ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｎの交差部に対応して画素領域
１０４が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線１６ｉの交差部に対応
して画素領域１０５が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線１６ｊの
交差部に対応して画素領域１０６が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信
号線１６ｍの交差部に対応して画素領域１０７が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙ
および走査信号線１６ｎの交差部に対応して画素領域１０８が設けられ、画素領域１０１
・１０５に対応して保持容量配線１８ｐが設けられ、画素領域１０２・１０６に対応して
保持容量配線１８ｑが設けられ、画素領域１０３・１０７に対応して保持容量配線１８ｒ
が設けられ、画素領域１０４・１０８に対応して保持容量配線１８ｓが設けられている。
【００９７】
　ここで、データ信号線１５ｘ・１５ｙは、画素領域１０１～１０４を含む画素領域列α
に対応して設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙは画素領域１０１～１０４を含む画素
領域列βに対応して設けられ、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に、Ｖｃ
ｏｍ信号が供給される間在配線４１が設けられている。
【００９８】
　さらに、各画素には２つずつ画素電極が配され、画素領域１０１の画素電極１７ｉａは
、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２ｉを介してデータ信号線１５ｘに接続され
、画素領域１０１の画素電極１７ｉｂは、容量を介して画素電極１７ｉａに接続され、画
素領域１０２の画素電極１７ｊａは、走査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ｊを介
してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０２の画素電極１７ｊｂは、容量を介し
て画素電極１７ｊａに接続され、画素領域１０３の画素電極１７ｍａは、走査信号線１６
ｍに繋がるトランジスタ１２ｍを介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素領域１０３
の画素電極１７ｍｂは、容量を介して画素電極１７ｍａに接続され、画素領域１０４の画
素電極１７ｎａは、走査信号線１６ｎに繋がるトランジスタ１２ｎを介してデータ信号線
１５ｙに接続され、画素領域１０４の画素電極１７ｎｂは、容量を介して画素電極１７ｎ
ａに接続される。画素領域１０５の画素電極１７ＩＡは、走査信号線１６ｉに繋がるトラ
ンジスタ１２Ｉを介してデータ信号線１５Ｘに接続され、画素領域１０５の画素電極１７
ＩＢは、容量を介して画素電極１７ＩＡに接続され、画素領域１０６の画素電極１７ＪＡ
は、走査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２Ｊを介してデータ信号線１５Ｙに接続さ
れ、画素領域１０６の画素電極１７ＪＢは、容量を介して画素電極１７ＪＡに接続される
。すなわち、画素領域列αの偶数番目となる各画素領域（１０２・１０４）の画素電極が
接続するデータ信号線１５ｙと、画素領域列βの奇数番目となる画素領域（１０５・１０
７）の画素電極が接続するデータ信号線１５Ｘとが、間在配線４１を挟んで隣り合うこと
になる。
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【００９９】
　また、走査信号線１６ｉと走査信号線１６ｊとがパネル内あるいはパネル外で接続され
、両者（１６ｉ・１６ｊ）は同時選択される（後述）。また、走査信号線１６ｍと走査信
号線１６ｎとがパネル内あるいはパネル外で接続され、両者（１６ｍ・１６ｎ）は同時選
択される（後述）。
【０１００】
　また、画素電極１７ｉａおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量ｉａが形成され、画素
電極１７ｉｂおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量ｉｂが形成され、画素電極１７ｉａ
および画素電極１７ｉｂ間に結合容量ｉａｂが形成され、画素電極１７ｊａおよび保持容
量配線１８ｑ間に保持容量ｊａが形成され、画素電極１７ｊｂおよび保持容量配線１８ｑ
間に保持容量ｊｂが形成され、画素電極１７ｊａおよび画素電極１７ｊｂ間に結合容量ｊ
ａｂが形成され、画素電極１７ＩＡおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量ＩＡが形成さ
れ、画素電極１７ＩＢおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量ＩＢが形成され、画素電極
１７ＩＡおよび画素電極１７ＩＢ間に結合容量ＩＡＢが形成され、画素電極１７ＪＡおよ
び保持容量配線１８ｑ間に保持容量ＪＡが形成され、画素電極１７ＪＢおよび保持容量配
線１８ｑ間に保持容量ＪＢが形成され、画素電極１７ＪＡおよび画素電極１７ＪＢ間に結
合容量ＪＡＢが形成される。
【０１０１】
　図２４は、上記アクティブマトリクス基板を備えた本液晶パネルの駆動方法（ノーマリ
ブラックモード）を示すタイミングチャートである。なお、Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹはそ
れぞれデータ信号線１５ｘ・１５ｙ・１５Ｘ・１５Ｙに供給されるデータ信号（データ信
号）を示し、Ｓｚは間在配線に供給される信号を示し、ＧＰｉ・ＧＰｊ・ＧＰｍ・ＧＰｎ
はそれぞれ、走査信号線１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎに供給されるゲート信号を示し
、Ｖｉａ・Ｖｉｂ・Ｖｊａ・Ｖｊｂ・ＶＩＡ・ＶＩＢ・Ｖｍａ・Ｖｍｂ・Ｖｎａ・Ｖｎｂ
は画素電極１７ｉａ・１７ｉｂ・１７ｊａ・１７ｊｂ・１７ＩＡ・１７ＩＢ・１７ｍａ・
１７ｍｂ・１７ｎａ・１７ｎｂの電位を示している。
【０１０２】
　本駆動方法では、図２４に示されるように、走査信号線を２本ずつ同時選択していき、
データ信号線に供給するデータ信号の極性を１フレーム期間（１Ｖ）ごとに反転させると
ともに、同一水平走査期間においては、同一画素列に対応する２本のデータ信号線（１５
ｘ・１５ｙあるいは１５Ｘ・１５Ｙ）に逆極性のデータ信号を供給しつつ、間在配線を挟
んで隣り合う２本のデータ信号線（１５ｙ・１５Ｘ）には同極性のデータ信号を供給する
。そして、間在配線には、共通電極の電位に等しい定電位信号（Ｖｃｏｍ信号）を供給す
る。
【０１０３】
　具体的には、連続するフレームＦ１・Ｆ２のＦ１では、データ信号線１５ｘおよびデー
タ信号線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期
間含む）にプラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信
号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信号を供給し、データ信号
線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６
ｉ・１６ｊの走査期間含む）にマイナス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の
水平走査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもマイナス極性のデータ信
号を供給する。
【０１０４】
　これにより、図２４に示すように、画素電極１７ｉａの電位はプラス極性でデータ信号
に等しく、画素電極１７ｉｂは容量を介して画素電極１７ｉａに接続しているため、画素
電極１７ｉｂの電位はプラス極性で、その絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。また
、画素電極１７ｊａの電位はマイナス極性でデータ信号に等しく、画素電極１７ｊｂは容
量を介して画素電極１７ｊａに接続しているため、画素電極１７ｊｂの電位はマイナス極
性で、その絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。また、画素電極１７ｍａの電位はプ
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ラス極性でデータ信号に等しく、画素電極１７ｍｂは容量を介して画素電極１７ｍａに接
続しているため、画素電極１７ｍｂの電位はプラス極性で、その絶対値はデータ信号の絶
対値以下となる。また、画素電極１７ｎａの電位はマイナス極性でデータ信号に等しく、
画素電極１７ｎｂは容量を介して画素電極１７ｎａに接続しているため、画素電極１７ｎ
ｂの電位はマイナス極性で、その絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。また、画素電
極１７ＩＡの電位はマイナス極性でデータ信号に等しく、画素電極１７ＩＢは容量を介し
て画素電極１７ＩＡに接続しているため、画素電極１７ＩＢの電位はマイナス極性で、そ
の絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。また、画素電極１７ＪＡの電位はプラス極性
でデータ信号に等しく、画素電極１７ＪＢは容量を介して画素電極１７ＪＡに接続してい
るため、画素電極１７ＪＢの電位はプラス極性で、その絶対値はデータ信号の絶対値以下
となる。
【０１０５】
　以上からＦ１では、図２５に示すように、画素電極１７ｉａを含む副画素はプラス極性
の明副画素、画素電極１７ｉｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ｊａ
を含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極１７ｊｂを含む副画素はマイナス極性
の暗副画素、画素電極１７ｍａを含む副画素はプラス極性の明副画素、画素電極１７ｍｂ
を含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ｎａを含む副画素はマイナス極性の
明副画素、画素電極１７ｎｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＡ
を含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極１７ＩＢを含む副画素はマイナス極性
の暗副画素となり、Ｆ１でドット反転駆動が実現される。
【０１０６】
　また、フレームＦ２では、図２４に示すように、データ信号線１５ｘおよびデータ信号
線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期間含む
）にマイナス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信号線
１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもマイナス極性のデータ信号を供給し、データ信号線
１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ
・１６ｊの走査期間含む）にプラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平
走査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信号を供
給する。
【０１０７】
　これによりＦ２では、画素電極１７ｉａを含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素
電極１７ｉｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ｊａを含む副画素は
プラス極性の明副画素、画素電極１７ｊｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電
極１７ｍａを含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極１７ｍｂを含む副画素はマ
イナス極性の暗副画素、画素電極１７ｎａを含む副画素はプラス極性の明副画素、画素電
極１７ｎｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＡを含む副画素はプラ
ス極性の明副画素、画素電極１７ＩＢを含む副画素はプラス極性の暗副画素となり、Ｆ２
でもドット反転駆動が実現される。
【０１０８】
　このように本液晶パネルでは、明・暗副画素によって中間調を表示することができるた
め、視野角特性を高めることができる。
【０１０９】
　図２６は、図２３のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの一部を示す平面図
である。図２６では、その見易さのために、カラーフィルタ基板（対向基板）側の部材を
省略してアクティブマトリクス基板の部材のみ記載している。
【０１１０】
　本液晶パネルでは、一対（２本）のデータ信号線１５ｘ・１５ｙと、一対（２本）のデ
ータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとが、データ信号線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘが隣り合
うように設けられ、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に間在配線４１が配
され、各データ信号線と直交するように、走査信号線１６ｉおよび走査信号線１６ｊが設
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けられ、データ信号線１５ｘおよび走査信号線１６ｉの交差部近傍にトランジスタ１２ｉ
が設けられ、データ信号線１５ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部近傍にトランジスタ１
２ｊが設けられ、データ信号線１５Ｘおよび走査信号線１６ｉの交差部近傍にトランジス
タ１２Ｉが設けられ、データ信号線１５Ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部近傍にトラン
ジスタ１２Ｊが設けられる。
【０１１１】
　また、走査信号線１６ｉの走査方向上流側のエッジとデータ信号線１５ｘ・１５ｙとに
重なるように画素電極１７ｉａが設けられ、画素電極１７ｉａの走査方向上流側に画素電
極１７ｉｂが設けられ、走査信号線１６ｊの走査方向上流側のエッジとデータ信号線１５
ｘ・１５ｙとに重なるように画素電極１７ｊａが設けられ、画素電極１７ｊａの走査方向
上流側に画素電極１７ｊｂが設けられ、走査信号線１６ｉの走査方向上流側のエッジとデ
ータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとに重なるように画素電極１７ＩＡが設けられ、画素電極１７
ＩＡの走査方向上流側に画素電極１７ＩＢが設けられ、走査信号線１６ｊの走査方向上流
側のエッジとデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとに重なるように画素電極１７ＪＡが設けられ
、画素電極１７ＪＡの走査方向上流側に画素電極１７ＪＢが設けられている。
【０１１２】
　また、画素電極１７ｉａ・１７ｉｂ・１７ＩＡ・１７ＩＢに重なるように保持容量配線
１８ｐが設けられ、画素電極１７ｊａ・１７ｊｂ・１７ＪＡ・１７ＪＢに重なるように保
持容量配線１８ｑが設けられている。
【０１１３】
　なお、平面的に視ると、画素電極１７ｉａの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号
線１５ｘおよびデータ信号線１５ｙの外側に位置し、画素電極１７ｉｂの列方向に沿う２
つのエッジは、データ信号線１５ｘおよびデータ信号線１５ｙの外側に位置し、画素電極
１７ｊａの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５ｘおよびデータ信号線１５ｙ
の外側に位置し、画素電極１７ｊｂの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５ｘ
およびデータ信号線１５ｙの外側に位置し、画素電極１７ＩＡの列方向に沿う２つのエッ
ジは、データ信号線１５Ｘおよびデータ信号線１５Ｙの外側に位置し、画素電極１７ＩＢ
の列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５Ｘおよびデータ信号線１５Ｙの外側に
位置し、画素電極１７ＪＡの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５Ｘおよびデ
ータ信号線１５Ｙの外側に位置し、画素電極１７ＪＢの列方向に沿う２つのエッジは、デ
ータ信号線１５Ｘおよびデータ信号線１５Ｙの外側に位置している。
【０１１４】
　さらに、間在配線４１は、画素電極１７ｉａおよび画素電極１７Ｉａの間隙下と、画素
電極１７ｉｂおよび画素電極１７ＩＢの間隙下と、画素電極１７ｊａおよび画素電極１７
ＪＡの間隙下と、画素電極１７ｊｂおよび画素電極１７ＪＢの間隙下とを通っている。
【０１１５】
　そして、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ｉのゲート電極として機能し、トランジ
スタ１２ｉのソース電極はデータ信号線１５ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン引き
出し電極２７ｉを介して容量電極３７ｉに接続されている。容量電極３７ｉは保持容量配
線１８ｐ上に位置し、２個のコンタクトホールを介して画素電極１７ｉａに接続されてい
る。また、保持容量配線１８ｐ上に容量電極３８ｉ・３９ｉが設けられ、それぞれがコン
タクトホールを介して画素電極１７ｉｂに接続されている。画素電極１７ｉｂ下には走査
信号線と同層に形成された容量電極５７ｉが設けられ、容量電極３７ｉと同層にて接続さ
れる容量電極４７ｉと容量電極５７ｉとが重なっている。また、走査信号線１６ｊがトラ
ンジスタ１２ｊのゲート電極として機能し、トランジスタ１２ｊのソース電極はデータ信
号線１５ｙに接続され、ドレイン電極はドレイン引き出し電極２７ｊを介して容量電極３
７ｊに接続されている。容量電極３７ｊは保持容量配線１８ｑ上に位置し、２個のコンタ
クトホールを介して画素電極１７ｊａに接続されている。また、保持容量配線１８ｑ上に
容量電極３８ｊ・３９ｊが設けられ、それぞれがコンタクトホールを介して画素電極１７
ｊｂに接続されている。画素電極１７ｊｂ下には走査信号線と同層に形成された容量電極
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５７ｊが設けられ、容量電極３７ｊと同層にて接続される容量電極４７ｊと容量電極５７
ｊとが重なっている。
【０１１６】
　同様に、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２Ｉのゲート電極として機能し、トランジ
スタ１２Ｉのソース電極はデータ信号線１５Ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン引き
出し電極２７Ｉを介して容量電極３７Ｉに接続されている。容量電極３７Ｉは保持容量配
線１８ｐ上に位置し、２個のコンタクトホールを介して画素電極１７ＩＡに接続されてい
る。また、保持容量配線１８ｐ上に容量電極３８Ｉ・３９Ｉが設けられ、それぞれがコン
タクトホールを介して画素電極１７ＩＢに接続されている。画素電極１７ＩＢ下には走査
信号線と同層に形成された容量電極５７Ｉが設けられ、容量電極３７Ｉと同層にて接続さ
れる容量電極４７Ｉと容量電極５７Ｉとが重なっている。また、走査信号線１６ｊがトラ
ンジスタ１２Ｊのゲート電極として機能し、トランジスタ１２Ｊのソース電極はデータ信
号線１５Ｙに接続され、ドレイン電極はドレイン引き出し電極２７Ｊを介して容量電極３
７Ｊに接続されている。容量電極３７Ｊは保持容量配線１８ｑ上に位置し、２個のコンタ
クトホールを介して画素電極１７ＪＡに接続されている。また、保持容量配線１８ｑ上に
容量電極３８Ｊ・３９Ｊが設けられ、それぞれがコンタクトホールを介して画素電極１７
ＪＢに接続されている。画素電極１７ＪＢ下には走査信号線と同層に形成された容量電極
５７Ｊが設けられ、容量電極３７Ｊと同層にて接続される容量電極４７Ｊと容量電極５７
Ｊとが重なっている。
【０１１７】
　本液晶パネルでは、保持容量配線１８ｐおよび容量電極３７ｉがゲート絶縁膜を介して
重なる部分に上記保持容量ｉａが形成され、保持容量配線１８ｐおよび容量電極３８ｉ・
３９ｉがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｉｂが形成され、容量電極４７
ｉおよび容量電極５７ｉがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記結合容量ｉａｂが形成
される。また、保持容量配線１８ｑおよび容量電極３７ｊがゲート絶縁膜を介して重なる
部分に上記保持容量ｊａが形成され、保持容量配線１８ｑおよび容量電極３８ｊ・３９ｊ
がゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｊｂが形成され、容量電極４７ｊおよ
び容量電極５７ｊがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記結合容量ｊａｂが形成される
。また、保持容量配線１８ｐおよび容量電極３７Ｉがゲート絶縁膜を介して重なる部分に
上記保持容量ＩＡが形成され、保持容量配線１８ｐおよび容量電極３８Ｉ・３９Ｉがゲー
ト絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ＩＢが形成され、容量電極４７Ｉおよび容量
電極５７Ｉがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記結合容量ＩＡＢが形成される。また
、保持容量配線１８ｑおよび容量電極３７Ｊがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保
持容量ＪＡが形成され、保持容量配線１８ｑおよび容量電極３８Ｊ・３９Ｊがゲート絶縁
膜を介して重なる部分に上記保持容量ＪＢが形成され、容量電極４７Ｊおよび容量電極５
７Ｊがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記結合容量ＪＡＢが形成される。
【０１１８】
　図２７は図２６の矢視断面図である。同図に示すように、アクティブマトリクス基板３
では、ガラス基板３１上に保持容量配線１８ｐおよび容量電極５７ｉが形成され、これを
覆うようにゲート絶縁膜４３が形成されている。なお、断面には含まれないが、ゲート絶
縁膜４３下には、走査信号線が形成されている。ゲート絶縁膜４３の上層には、容量電極
３７ｉ、容量電極４７ｉが形成されている。なお、断面には含まれないが、ゲート絶縁膜
４３の上層には、各トランジスタの半導体層（ｉ層およびｎ＋層）、ｎ＋層に接するソー
ス電極およびドレイン電極、データ信号線、間在配線、および容量電極が形成されている
。さらに、容量電極３７ｉ・４７ｉを含むメタル層を覆うように無機層間絶縁膜２５が形
成され、無機層間絶縁膜２５上に、これよりも厚い有機層間絶縁膜２６が形成されている
。有機層間絶縁膜２６上には画素電極１７ｉａ・１７ｉｂが形成され、さらに、これら画
素電極を覆うように配向膜９が形成されている。なお、コンタクトホール６１ｉの形成部
ではゲート絶縁膜４３、無機層間絶縁膜２５、および有機層間絶縁膜２６が刳り貫かれ、
画素電極１７ｉｂと容量電極５７ｉとが接触している。また、上記のように、保持容量配
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線１８ｐおよび容量電極３７ｉがゲート絶縁膜４３を介して重なる部分に上記保持容量ｉ
ａが形成され、容量電極４７ｉおよび容量電極５７ｉがゲート絶縁膜４３を介して重なる
部分に上記結合容量ｉａｂが形成される。
【０１１９】
　本液晶パネルでは、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間にＶｃｏｍ信号が
供給される間在配線４１を設けているため、例えば画素電極１７ｉａとデータ信号線１５
Ｘとの間に生じる寄生容量に起因する両者（１７ｉａおよび１５Ｘ）間のクロストークを
低減することができ、縦シャドーの発現を抑制することができる。図２８は本液晶パネル
を駆動したときの等電位線（ＬＶＭは－０．５Ｖ線、ＬＶＰは＋０．５Ｖ線）を示してい
るが、同図では自画素の画素電極（１７ｉａ）上から隣接画素に対応するデータ信号線（
１５Ｘ）上に等電位線が流れておらず、上記のクロストーク低減効果（シールド効果）は
明らかである。なお、上記寄生容量の値は、例えば４割程度低減されている。本液晶パネ
ルのように画素内を２つの輝度に制御する画素分割方式では図３のような非画素分割方式
よりもクロストークの影響が表示品位にシビアに反映されるため、この効果は顕著なもの
となっている。
【０１２０】
　また、本液晶パネルでは、間在配線４１によって、間在配線を挟んで隣り合う２本のデ
ータ信号線（例えば、１５ｙ・１５Ｘ）間の寄生容量に起因する両者間のクロストークを
低減することができる。なお、この寄生容量の値は、例えば５割程度低減される。
【０１２１】
　〔実施の形態４〕
　図２９は実施の形態４にかかるアクティブマトリクス基板の一部を示す等価回路図であ
る。図２９に示すように、本アクティブマトリクス基板では、データ信号線１５ｘ・１５
ｙ・１５Ｘ・１５Ｙがこの順に並べられ、行方向（図中左右方向）に延伸する走査信号線
１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎ・１６ｗがこの順に並べられ、データ信号線１５ｘ・１
５ｙおよび走査信号線１６ｉの交差部に対応して画素領域１０1が設けられ、データ信号
線１５ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部に対応して画素領域１０２が設けられ
、データ信号線１５ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｍの交差部に対応して画素領域１０
３が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｎの交差部に対応して
画素領域１０４が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線１６ｉの交差
部に対応して画素領域１０５が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線
１６ｊの交差部に対応して画素領域１０６が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよ
び走査信号線１６ｍの交差部に対応して画素領域１０７が設けられ、データ信号線１５Ｘ
・１５Ｙおよび走査信号線１６ｎの交差部に対応して画素領域１０８が設けられ、画素領
域１０１・１０５に対応して保持容量配線１８ｐが設けられ、画素領域１０２・１０６に
対応して保持容量配線１８ｑが設けられ、画素領域１０３・１０７に対応して保持容量配
線１８ｒが設けられ、画素領域１０４・１０８に対応して保持容量配線１８ｓが設けられ
ている。
【０１２２】
　ここで、データ信号線１５ｘ・１５ｙは、画素領域１０１～１０４を含む画素領域列α
に対応して設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙは画素領域１０５～１０８を含む画素
領域列βに対応して設けられ、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に、Ｖｃ
ｏｍ信号が供給される間在配線４１が設けられている。
【０１２３】
　さらに、各画素には２つずつ画素電極が配され、画素領域１０１の画素電極１７ｉａは
、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２ｉａを介してデータ信号線１５ｙに接続さ
れ、画素領域１０１の画素電極１７ｉｂは、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２
ｉｂを介してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０２の画素電極１７ｊａは、走
査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ｊａを介してデータ信号線１５ｘに接続され、
画素領域１０２の画素電極１７ｊｂは、走査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ｊｂ
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を介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素領域１０３の画素電極１７ｍａは、走査信
号線１６ｍに繋がるトランジスタ１２ｍａを介してデータ信号線１５ｙに接続され、画素
領域１０３の画素電極１７ｍｂは、走査信号線１６ｍに繋がるトランジスタ１２ｍｂを介
してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０４の画素電極１７ｎａは、走査信号線
１６ｎに繋がるトランジスタ１２ｎａを介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素領域
１０４の画素電極１７ｎｂは、走査信号線１６ｎに繋がるトランジスタ１２ｎｂを介して
データ信号線１５ｘに接続され、画素領域１０５の画素電極１７ＩＡは、走査信号線１６
ｉに繋がるトランジスタ１２ＩＡを介してデータ信号線１５Ｙに接続され、画素領域１０
５の画素電極１７ＩＢは、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２ＩＢを介してデー
タ信号線１５Ｙに接続され、画素領域１０６の画素電極１７ＪＡは、走査信号線１６ｊに
繋がるトランジスタ１２ＪＡを介してデータ信号線１５Ｘに接続され、画素領域１０６の
画素電極１７ＪＢは、走査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ＪＢを介してデータ信
号線１５Ｘに接続される。すなわち、画素領域列αの奇数番目となる各画素領域（１０１
・１０３）の画素電極が接続するデータ信号線１５ｙと、画素領域列βの偶数番目となる
画素領域（１０６・１０８）の画素電極が接続するデータ信号線１５Ｘとが、間在配線４
１を挟んで隣り合うことになる。
【０１２４】
　さらに、画素電極１７ｉｂが、走査信号線１６ｍに繋がるトランジスタ１１２ｍを介し
て、保持容量配線１８ｑと容量を形成する容量電極に接続され、画素電極１７ｊｂが、走
査信号線１６ｎに繋がるトランジスタ１１２ｎを介して、保持容量配線１８ｒと容量を形
成する容量電極に接続され、画素電極１７ｍｂが、走査信号線１６ｗに繋がるトランジス
タ１１２ｗを介して、保持容量配線１８ｓと容量を形成する容量電極に接続され、画素電
極１７ＩＢが、走査信号線１６ｍに繋がるトランジスタ１１２Ｍを介して、保持容量配線
１８ｑと容量を形成する容量電極に接続され、画素電極１７ＪＢが、走査信号線１６ｎに
繋がるトランジスタ１１２Ｎを介して、保持容量配線１８ｒと容量を形成する容量電極に
接続されている。
【０１２５】
　また、走査信号線１６ｉと走査信号線１６ｉとがパネル内あるいはパネル外で接続され
、両者（１６ｉ・１６ｊ）は同時選択される（後述）。また、走査信号線１６ｍと走査信
号線１６ｎとがパネル内あるいはパネル外で接続され、両者（１６ｍ・１６ｎ）は同時選
択される（後述）。
【０１２６】
　また、画素電極１７ｉａおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量ｉａが形成され、画素
電極１７ｉｂおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量ｉｂが形成され、トランジスタ１１
２ｍを介して画素電極１７ｉｂに接続される容量電極と保持容量配線１８ｑとの間に制御
容量ｉｂｑが形成される。また、画素電極１７ｊａおよび保持容量配線１８ｑ間に保持容
量ｊａが形成され、画素電極１７ｊｂおよび保持容量配線１８ｑ間に保持容量ｊｂが形成
され、トランジスタ１１２ｎを介して画素電極１７ｊｂに接続される容量電極と保持容量
配線１８ｒとの間に制御容量ｊｂｒが形成される。また、画素電極１７ｍａおよび保持容
量配線１８ｒ間に保持容量ｍａが形成され、画素電極１７ｍｂおよび保持容量配線１８ｒ
間に保持容量ｍｂが形成され、トランジスタ１１２ｗを介して画素電極１７ｍｂに接続さ
れる容量電極と保持容量配線１８ｓとの間に制御容量ｍｂｓが形成される。
【０１２７】
　図３０は、上記アクティブマトリクス基板を備えた本液晶パネルの駆動方法（ノーマリ
ブラックモード）を示すタイミングチャートである。なお、Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹはそ
れぞれデータ信号線１５ｘ・１５ｙ・１５Ｘ・１５Ｙに供給されるデータ信号（データ信
号）を示し、Ｓｚは間在配線に供給される信号を示し、ＧＰｉ・ＧＰｊ・ＧＰｍ・ＧＰｎ
はそれぞれ、走査信号線１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎに供給されるゲート信号を示し
、Ｖｉａ・Ｖｉｂ・Ｖｊａ・Ｖｊｂ・ＶＩＡ・ＶＩＢ・Ｖｍａ・Ｖｍｂ・Ｖｎａ・Ｖｎｂ
は画素電極１７ｉａ・１７ｉｂ・１７ｊａ・１７ｊｂ・１７ＩＡ・１７ＩＢ・１７ｍａ・
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１７ｍｂ・１７ｎａ・１７ｎｂの電位を示している。
【０１２８】
　本駆動方法では、図３０に示されるように、走査信号線を２本ずつ同時選択していき、
データ信号線に供給するデータ信号の極性を１フレーム期間（１Ｖ）ごとに反転させると
ともに、同一水平走査期間（Ｈ）においては、同一画素列に対応する２本のデータ信号線
（１５ｘ・１５ｙあるいは１５Ｘ・１５Ｙ）に逆極性のデータ信号を供給しつつ、間在配
線を挟んで隣り合う２本のデータ信号線（１５ｙ・１５Ｘ）には同極性のデータ信号を供
給する。そして、間在配線には、共通電極の電位に等しい定電位信号（Ｖｃｏｍ信号）を
供給する。また、各保持容量配線にもＶｃｏｍ信号を供給する。
【０１２９】
　具体的には、連続するフレームＦ１・Ｆ２のＦ１では、データ信号線１５ｘおよびデー
タ信号線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期
間含む）にマイナス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査
信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもマイナス極性のデータ信号を供給し、データ
信号線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線
１６ｉ・１６ｊの走査期間含む）にプラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目
の水平走査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信
号を供給する。
【０１３０】
　これにより、図３０に示すように、画素電極１７ｉａの電位はプラス極性でデータ信号
に等しく、画素電極１７ｉｂは（Ｎ＋１）番目の水平走査期間で制御容量を介して保持容
量配線（電位はＶｃｏｍ）に接続されるため、画素電極１７ｉｂの電位はプラス極性で、
その絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。また、画素電極１７ｊａの電位はマイナス
極性でデータ信号に等しく、画素電極１７ｊｂは（Ｎ＋１）番目の水平走査期間で制御容
量を介して保持容量配線に接続されるため、画素電極１７ｊｂの電位はマイナス極性で、
その絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。また、画素電極１７ｍａの電位はプラス極
性でデータ信号に等しく、画素電極１７ｍｂは（Ｎ＋２）番目の水平走査期間で制御容量
を介して保持容量配線に接続されるため、画素電極１７ｍｂの電位はプラス極性で、その
絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。また、画素電極１７ｎａの電位はマイナス極性
でデータ信号に等しく、画素電極１７ｎｂは（Ｎ＋２）番目の水平走査期間で制御容量を
介して保持容量配線に接続されるため、画素電極１７ｎｂの電位はマイナス極性で、その
絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。また、画素電極１７ＩＡの電位はマイナス極性
でデータ信号に等しく、画素電極１７ＩＢは（Ｎ＋１）番目の水平走査期間で制御容量を
介して保持容量配線に接続されるため、画素電極１７ＩＢの電位はマイナス極性で、その
絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。
【０１３１】
　以上からＦ１では、図３１に示すように、画素電極１７ｉａを含む副画素はプラス極性
の明副画素、画素電極１７ｉｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ｊａ
を含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極１７ｊｂを含む副画素はマイナス極性
の暗副画素、画素電極１７ｍａを含む副画素はプラス極性の明副画素、画素電極１７ｍｂ
を含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ｎａを含む副画素はマイナス極性の
明副画素、画素電極１７ｎｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＡ
を含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極１７ＩＢを含む副画素はマイナス極性
の暗副画素となり、Ｆ１でドット反転駆動が実現される。
【０１３２】
　また、フレームＦ２では、図３０に示すように、データ信号線１５ｘおよびデータ信号
線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期間含む
）にプラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信号線１
６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信号を供給し、データ信号線１５
ｙおよびデータ信号線１５Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１
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６ｊの走査期間含む）にマイナス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走
査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもマイナス極性のデータ信号を供
給する。
【０１３３】
　これによりＦ２では、画素電極１７ｉａを含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素
電極１７ｉｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ｊａを含む副画素は
プラス極性の明副画素、画素電極１７ｊｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電
極１７ｍａを含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極１７ｍｂを含む副画素はマ
イナス極性の暗副画素、画素電極１７ｎａを含む副画素はプラス極性の明副画素、画素電
極１７ｎｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＡを含む副画素はプラ
ス極性の明副画素、画素電極１７ＩＢを含む副画素はプラス極性の暗副画素となり、Ｆ２
でもドット反転駆動が実現される。
【０１３４】
　このように図３１の液晶パネルでは、明・暗副画素によって中間調を表示することがで
きるため、視野角特性を高めることができる。また、図２５に示す液晶パネルと異なり、
暗副画素の画素電極が電気的にフローティングとならないため、画素の焼き付き等を抑制
することができる。
【０１３５】
　図３２は、図２９のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの一部を示す平面図
である。図３２では、その見易さのために、カラーフィルタ基板（対向基板）側の部材を
省略してアクティブマトリクス基板の部材のみ記載している。
【０１３６】
　本液晶パネルでは、一対（２本）のデータ信号線１５ｘ・１５ｙと、一対（２本）のデ
ータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとが、データ信号線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘが隣り合
うように設けられ、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に間在配線４１が配
され、各データ信号線と直交するように、走査信号線１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎ・
１６ｗがこの順に設けられ、データ信号線１５ｙおよび走査信号線１６ｉの交差部近傍に
トランジスタ１２ｉａ・１２ｉｂが設けられ、データ信号線１５ｘおよび走査信号線１６
ｊの交差部近傍にトランジスタ１２ｊａ・１２ｊｂが設けられ、データ信号線１５Ｙおよ
び走査信号線１６ｉの交差部近傍にトランジスタ１２ＩＡ・１２ＩＢが設けられ、データ
信号線１５Ｘおよび走査信号線１６ｊの交差部近傍にトランジスタ１２ＪＡ・１２ＪＢが
設けられ、走査信号線１６ｊ上でデータ信号線１５ｘ・１５ｙの間となる部分にトランジ
スタ１１２ｊが設けられ、走査信号線１６ｍ上でデータ信号線１５ｘ・１５ｙの間となる
部分にトランジスタ１１２ｍが設けられ、走査信号線１６ｎ上でデータ信号線１５ｘ・１
５ｙの間となる部分にトランジスタ１１２ｎが設けられ、走査信号線１６ｗ上でデータ信
号線１５ｘ・１５ｙの間となる部分にトランジスタ１１２ｗが設けられている。
【０１３７】
　また、走査信号線に対して（走査信号線を時計の３時の針に見立てて左回りに）４５度
をなす辺および３１５度をなす辺を有する直角三角形の形状をなす１７ｉａとこれを取り
囲む形状をなす画素電極１７ｉｂとが、画素電極１７ｉｂがデータ信号線１５ｘ・１５ｙ
に重なるように設けられ、画素電極１７ｉｂの走査方向上流側のエッジが、走査信号線１
６ｉの走査方向下流側のエッジに重なっている。また、走査信号線に対して（走査信号線
を時計の３時の針に見立てて左回りに）１３５度をなす辺および２２５度をなす辺を有す
る直角三角形の形状をなす１７ｊａとこれを取り囲む形状をなす画素電極１７ｊｂとが、
画素電極１７ｊｂがデータ信号線１５ｘ・１５ｙとに重なるように設けられ、画素電極１
７ｊｂの走査方向上流側のエッジが、走査信号線１６ｊの走査方向下流側のエッジに重な
っている。また、走査信号線に対して４５度をなす辺および３１５度をなす辺を有する直
角三角形の形状をなす１７ｍａとこれを取り囲む形状をなす画素電極１７ｍｂとが、画素
電極１７ｍｂがデータ信号線１５ｘ・１５ｙに重なるように設けられ、画素電極１７ｍｂ
の走査方向上流側のエッジが、走査信号線１６ｍの走査方向下流側のエッジに重なってい
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る。また、走査信号線に対して１３５度をなす辺および２２５度をなす辺を有する直角三
角形の形状をなす１７ｎａとこれを取り囲む形状をなす画素電極１７ｎｂとが、画素電極
１７ｎｂがデータ信号線１５ｘ・１５ｙとに重なるように設けられ、画素電極１７ｎｂの
走査方向上流側のエッジが、走査信号線１６ｎの走査方向下流側のエッジに重なっている
。また、走査信号線に対して４５度をなす辺および３１５度をなす辺を有する直角三角形
の形状をなす１７ＩＡとこれを取り囲む形状をなす画素電極１７ＩＢとが、画素電極１７
ＩＢがデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙに重なるように設けられ、画素電極１７ＩＢの走査方
向上流側のエッジが、走査信号線１６ｉの走査方向下流側のエッジに重なっている。また
、走査信号線に対して１３５度をなす辺および２２５度をなす辺を有する直角三角形の形
状をなす１７ＪＡとこれを取り囲む形状をなす画素電極１７ＪＢとが、画素電極１７ＪＢ
がデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとに重なるように設けられ、画素電極１７ＪＢの走査方向
上流側のエッジが、走査信号線１６ｊの走査方向下流側のエッジに重なっている。
【０１３８】
　また、画素電極１７ｉａ・１７ｉｂ・１７ＩＡ・１７ＩＢに重なるように保持容量配線
１８ｐが設けられ、画素電極１７ｊａ・１７ｊｂ・１７ＪＡ・１７ＪＢに重なるように保
持容量配線１８ｑが設けられ、画素電極１７ｍａ・１７ｍｂに重なるように保持容量配線
１８ｒが設けられている。
【０１３９】
　なお、平面的に視ると、画素電極１７ｉｂの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号
線１５ｘおよびデータ信号線１５ｙの外側に位置し、画素電極１７ｊｂの列方向に沿う２
つのエッジは、データ信号線１５ｘおよびデータ信号線１５ｙの外側に位置し、画素電極
１７ＩＢの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５Ｘおよびデータ信号線１５Ｙ
の外側に位置し、画素電極１７ＪＢの列方向に沿う２つのエッジは、データ信号線１５Ｘ
およびデータ信号線１５Ｙの外側に位置している。
【０１４０】
　さらに、間在配線４１は、画素電極１７ｉｂおよび画素電極１７ＩＢの間隙下と、画素
電極１７ｊｂおよび画素電極１７ＪＢの間隙下を通っている。
【０１４１】
　そして、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ｉａ・１２ｉｂのゲート電極として機能
し、トランジスタ１２ｉａのソース電極はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレイン電極
はドレイン引き出し電極およびコンタクトホールを介して画素電極１７ｉａに接続され、
トランジスタ１２ｉｂのソース電極はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレイン電極はド
レイン引き出し電極およびコンタクトホールを介して画素電極１７ｉｂに接続されている
。さらに、保持容量配線１８ｐ上に容量電極３７ｉａ・６７ｉａ・６７ｉｂが設けられ、
容量電極３７ｉａはトランジスタ１１２ｊのソース電極に接続され、容量電極６７ｉａは
コンタクトホールを介して画素電極１７ｉａに接続され、容量電極６７ｉｂはコンタクト
ホールを介して画素電極１７ｉｂに接続されている。そして、画素電極１７ｉｂはコンタ
クトホール３３ｉｂを介して中継電極４７ｍに接続され、中継電極４７ｍは、画素電極１
７ｉｂ下から走査信号線１６ｊおよび保持容量配線１８ｑを跨いで走査信号線１６ｍ上に
到り、トランジスタ１１２ｍのドレイン電極に接続される。
【０１４２】
　また、走査信号線１６ｊがトランジスタ１２ｊａ・１２ｊｂのゲート電極として機能し
、トランジスタ１２ｊａのソース電極はデータ信号線１５ｘに接続され、ドレイン電極は
ドレイン引き出し電極およびコンタクトホールを介して画素電極１７ｊａに接続され、ト
ランジスタ１２ｊｂのソース電極はデータ信号線１５ｘに接続され、ドレイン電極はドレ
イン引き出し電極およびコンタクトホールを介して画素電極１７ｊｂに接続されている。
さらに、保持容量配線１８ｑ上に容量電極３７ｊａ・６７ｊａ・６７ｊｂが設けられ、容
量電極３７ｊａはトランジスタ１１２ｍのソース電極に接続され、容量電極６７ｊａはコ
ンタクトホールを介して画素電極１７ｊａに接続され、容量電極６７ｊｂはコンタクトホ
ールを介して画素電極１７ｊｂに接続されている。そして、画素電極１７ｊｂはコンタク
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トホール３３ｊｂを介して中継電極４７ｎに接続され、中継電極４７ｎは、画素電極１７
ｊｂ下から走査信号線１６ｍおよび保持容量配線１８ｒを跨いで走査信号線１６ｎ上に到
り、トランジスタ１１２ｎのドレイン電極に接続される。
【０１４３】
　また、走査信号線１６ｍがトランジスタ１２ｍａ・１２ｍｂのゲート電極として機能し
、トランジスタ１２ｍａのソース電極はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレイン電極は
ドレイン引き出し電極およびコンタクトホールを介して画素電極１７ｍａに接続され、ト
ランジスタ１２ｍｂのソース電極はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレイン電極はドレ
イン引き出し電極およびコンタクトホールを介して画素電極１７ｍｂに接続されている。
さらに、保持容量配線１８ｒ上に容量電極３７ｍａ・６７ｍａ・６７ｍｂが設けられ、容
量電極３７ｍａはトランジスタ１１２ｎのソース電極に接続され、容量電極６７ｍａはコ
ンタクトホールを介して画素電極１７ｍａに接続され、容量電極６７ｍｂはコンタクトホ
ールを介して画素電極１７ｍｂに接続されている。そして、画素電極１７ｍｂはコンタク
トホール３３ｍｂを介して中継電極４７ｓに接続され、中継電極４７ｓは、画素電極１７
ｍｂ下から走査信号線１６ｎおよび保持容量配線１８ｓを跨いで走査信号線１６ｗ上に到
り、トランジスタ１１２ｗのドレイン電極に接続される。
【０１４４】
　本液晶パネルでは、保持容量配線１８ｐおよび容量電極６７ｉａがゲート絶縁膜を介し
て重なる部分に上記保持容量ｉａが形成され、保持容量配線１８ｐおよび容量電極６７ｉ
ｂがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｉｂが形成され、保持容量配線１８
ｑおよび容量電極３７ｊａがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記制御容量ｉｂｑが形
成される。また、保持容量配線１８ｑおよび容量電極６７ｊａがゲート絶縁膜を介して重
なる部分に上記保持容量ｊａが形成され、保持容量配線１８ｑおよび容量電極６７ｊｂが
ゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｊｂが形成され、保持容量配線１８ｒお
よび容量電極３７ｍａがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記制御容量ｊｂｒが形成さ
れる。また、保持容量配線１８ｒおよび容量電極６７ｍａがゲート絶縁膜を介して重なる
部分に上記保持容量ｍａが形成され、保持容量配線１８ｒおよび容量電極６７ｍｂがゲー
ト絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｍｂが形成され、保持容量配線１８ｓおよび
容量電極３７ｎａがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記制御容量ｍｂｓが形成される
。
【０１４５】
　図３３は図３２の矢視断面図である。同図に示すように、アクティブマトリクス基板３
では、ガラス基板３１上に保持容量配線１８ｐ・１８ｑおよび走査信号線１６ｊが形成さ
れ、これを覆うようにゲート絶縁膜４３が形成されている。ゲート絶縁膜４３の上層には
、容量電極６７ｉａ、中継配線４７ｍ、および容量電極３７ｊａが形成されている。なお
、断面には含まれないが、ゲート絶縁膜４３の上層には、各トランジスタの半導体層（ｉ
層およびｎ＋層）、ｎ＋層に接するソース電極およびドレイン電極、データ信号線、間在
配線、および容量電極が形成されている。さらに、中継配線４７ｍおよび容量電極３７ｊ
ａを含むメタル層を覆うように無機層間絶縁膜２５が形成され、無機層間絶縁膜２５上に
、これよりも厚い有機層間絶縁膜２６が形成されている。有機層間絶縁膜２６上には画素
電極１７ｉｂ・１７ｊｂ・１７ｊａが形成され、さらに、これら画素電極を覆うように配
向膜９が形成されている。なお、コンタクトホール３３ｉｂの形成部では無機層間絶縁膜
２５および有機層間絶縁膜２６が刳り貫かれ、画素電極１７ｉｂと中継配線４７ｍとが接
触している。また、上記のように、保持容量配線１８ｐおよび容量電極６７ｉａがゲート
絶縁膜４３を介して重なる部分に上記保持容量ｉａが形成され、保持容量配線１８ｑおよ
び容量電極３７ｊａがゲート絶縁膜４３を介して重なる部分に上記制御容量ｉｂｑが形成
される。
【０１４６】
　本液晶パネルでは、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間にＶｃｏｍ信号が
供給される間在配線４１を設けているため、例えば画素電極１７ｉｂとデータ信号線１５
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Ｘとの間に生じる寄生容量に起因する両者（１７ｉｂおよび１５Ｘ）間のクロストークを
低減することができ、縦シャドーの発現を抑制することができる。本液晶パネルのように
画素内を２つの輝度に制御する画素分割方式では図３のような非画素分割方式よりもクロ
ストークの影響が表示品位にシビアに反映されるため、この効果は顕著なものとなってい
る。
【０１４７】
　また、本液晶パネルでは、間在配線４１によって、間在配線を挟んで隣り合う２本のデ
ータ信号線（例えば、１５ｙ・１５Ｘ）間の寄生容量に起因する両者間のクロストークを
低減することができる。
【０１４８】
　図２９のアクティブマトリクス基板を図３４のように変形してもよい。図３４のアクテ
ィブマトリクス基板では、データ信号線、走査信号線、間在配線、保持容量配線および画
素領域並びにトランジスタおよび画素領域における画素電極の配置が図２９のアクティブ
マトリクス基板と同じである。
【０１４９】
　そして、画素電極１７ｉｂが、走査信号線１６ｍに繋がるトランジスタ１１２ｍを介し
て、画素電極１７ｉａおよび保持容量配線１８ｐそれぞれと容量を形成する容量電極に接
続され、画素電極１７ｊｂが、走査信号線１６ｎに繋がるトランジスタ１１２ｎを介して
、画素電極１７ｊａおよび保持容量配線１８ｑそれぞれと容量を形成する容量電極に接続
され、画素電極１７ｍｂが、走査信号線１６ｗに繋がるトランジスタ１１２ｗを介して、
画素電極１７ｍａおよび保持容量配線１８ｒそれぞれと容量を形成する容量電極に接続さ
れている。
【０１５０】
　また、画素電極１７ｉａおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量ｉａが形成され、画素
電極１７ｉｂおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量ｉｂが形成され、トランジスタ１１
２ｍを介して画素電極１７ｉｂに接続される容量電極と保持容量配線１８ｐとの間に制御
容量ｉｂｐが形成されるともに、該容量電極と画素電極１７ｉａとの間に結合容量ｉａｂ
が形成される。また、画素電極１７ｊａおよび保持容量配線１８ｑ間に保持容量ｊａが形
成され、画素電極１７ｊｂおよび保持容量配線１８ｑ間に保持容量ｊｂが形成され、トラ
ンジスタ１１２ｎを介して画素電極１７ｊｂに接続される容量電極と保持容量配線１８ｑ
との間に制御容量ｊｂｑが形成されるともに、該容量電極と画素電極１７ｊａとの間に結
合容量ｊａｂが形成される。また、画素電極１７ｍａおよび保持容量配線１８ｒ間に保持
容量ｍａが形成され、画素電極１７ｍｂおよび保持容量配線１８ｒ間に保持容量ｍｂが形
成され、トランジスタ１１２ｗを介して画素電極１７ｍｂに接続される容量電極と保持容
量配線１８ｒとの間に制御容量ｍｂｒが形成されるともに、該容量電極と画素電極１７ｍ
ａとの間に結合容量ｍａｂが形成される。
【０１５１】
　図３５は、上記アクティブマトリクス基板を備えた本液晶パネルの駆動方法（ノーマリ
ブラックモード）を示すタイミングチャートである。なお、Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹはそ
れぞれデータ信号線１５ｘ・１５ｙ・１５Ｘ・１５Ｙに供給されるデータ信号（データ信
号）を示し、Ｓｚは間在配線に供給される信号を示し、ＧＰｉ・ＧＰｊ・ＧＰｍ・ＧＰｎ
はそれぞれ、走査信号線１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎに供給されるゲート信号を示し
、Ｖｉａ・Ｖｉｂ・Ｖｊａ・Ｖｊｂ・ＶＩＡ・ＶＩＢ・Ｖｍａ・Ｖｍｂ・Ｖｎａ・Ｖｎｂ
は画素電極１７ｉａ・１７ｉｂ・１７ｊａ・１７ｊｂ・１７ＩＡ・１７ＩＢ・１７ｍａ・
１７ｍｂ・１７ｎａ・１７ｎｂの電位を示している。
【０１５２】
　本駆動方法では、図３５に示されるように、走査信号線を２本ずつ同時選択していき、
データ信号線に供給するデータ信号の極性を１フレーム期間（１Ｖ）ごとに反転させると
ともに、同一水平走査期間（Ｈ）においては、同一画素列に対応する２本のデータ信号線
（１５ｘ・１５ｙあるいは１５Ｘ・１５Ｙ）に逆極性のデータ信号を供給しつつ、間在配
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線を挟んで隣り合う２本のデータ信号線（１５ｙ・１５Ｘ）には同極性のデータ信号を供
給する。そして、間在配線には、共通電極の電位に等しい定電位信号（Ｖｃｏｍ信号）を
供給する。また、各保持容量配線にもＶｃｏｍ信号を供給する。
【０１５３】
　具体的には、連続するフレームＦ１・Ｆ２のＦ１では、データ信号線１５ｘおよびデー
タ信号線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期
間含む）にマイナス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査
信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもマイナス極性のデータ信号を供給し、データ
信号線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線
１６ｉ・１６ｊの走査期間含む）にプラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目
の水平走査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信
号を供給する。
【０１５４】
　これにより、図３５に示すように、Ｎ番目の水平走査期間で画素電極１７ｉａ・１７ｉ
ｂにデータ信号が書き込まれた後、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間で、画素電極１７ｉｂ
は、制御容量を介して保持容量配線（電位はＶｃｏｍ）に接続されるとともに結合容量を
介して画素電極１７ｉａに接続されるため、画素電極１７ｉａの電位はプラス極性で、そ
の絶対値はデータ信号の絶対値以上となる一方、画素電極１７ｉｂの電位はプラス極性で
、その絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。また、Ｎ番目の水平走査期間で画素電極
１７ｊａ・１７ｊｂにデータ信号が書き込まれた後、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間で、
画素電極１７ｊｂは、制御容量を介して保持容量配線（電位はＶｃｏｍ）に接続されると
ともに結合容量を介して画素電極１７ｊａに接続されるため、画素電極１７ｊａの電位は
マイナス極性で、その絶対値はデータ信号の絶対値以上となる一方、画素電極１７ｊｂの
電位はマイナス極性で、その絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。
【０１５５】
　また、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間で画素電極１７ｍａ・１７ｍｂにデータ信号が書
き込まれた後、（Ｎ＋２）番目の水平走査期間で、画素電極１７ｍｂは、制御容量を介し
て保持容量配線（電位はＶｃｏｍ）に接続されるとともに結合容量を介して画素電極１７
ｍａに接続されるため、画素電極１７ｍａの電位はプラス極性で、その絶対値はデータ信
号の絶対値以上となる一方、画素電極１７ｍｂの電位はプラス極性で、その絶対値はデー
タ信号の絶対値以下となる。また、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間で画素電極１７ｎａ・
１７ｎｂにデータ信号が書き込まれた後、（Ｎ＋２）番目の水平走査期間で、画素電極１
７ｎｂは、制御容量を介して保持容量配線（電位はＶｃｏｍ）に接続されるとともに結合
容量を介して画素電極１７ｎａに接続されるため、画素電極１７ｎａの電位はマイナス極
性で、その絶対値はデータ信号の絶対値以上となる一方、画素電極１７ｎｂの電位はマイ
ナス極性で、その絶対値はデータ信号の絶対値以下となる。
【０１５６】
　また、Ｎ番目の水平走査期間で画素電極１７ＩＡ・１７ＩＢにデータ信号が書き込まれ
た後、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間で、画素電極１７ＩＢは、制御容量を介して保持容
量配線（電位はＶｃｏｍ）に接続されるとともに結合容量を介して画素電極１７ＩＡに接
続されるため、画素電極１７ＩＡの電位はマイナス極性で、その絶対値はデータ信号の絶
対値以上となる一方、画素電極１７ＩＢの電位はマイナス極性で、その絶対値はデータ信
号の絶対値以下となる。
【０１５７】
　以上からＦ１では、図３６に示すように、画素電極１７ｉａを含む副画素はプラス極性
の明副画素、画素電極１７ｉｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ｊａ
を含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極１７ｊｂを含む副画素はマイナス極性
の暗副画素、画素電極１７ｍａを含む副画素はプラス極性の明副画素、画素電極１７ｍｂ
を含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ｎａを含む副画素はマイナス極性の
明副画素、画素電極１７ｎｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＡ
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を含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極１７ＩＢを含む副画素はマイナス極性
の暗副画素となり、Ｆ１でドット反転駆動が実現される。
【０１５８】
　また、フレームＦ２では、図３５に示すように、データ信号線１５ｘおよびデータ信号
線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期間含む
）にプラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信号線１
６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信号を供給し、データ信号線１５
ｙおよびデータ信号線１５Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１
６ｊの走査期間含む）にマイナス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走
査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもマイナス極性のデータ信号を供
給する。
【０１５９】
　これによりＦ２では、画素電極１７ｉａを含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素
電極１７ｉｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ｊａを含む副画素は
プラス極性の明副画素、画素電極１７ｊｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電
極１７ｍａを含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電極１７ｍｂを含む副画素はマ
イナス極性の暗副画素、画素電極１７ｎａを含む副画素はプラス極性の明副画素、画素電
極１７ｎｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＡを含む副画素はプラ
ス極性の明副画素、画素電極１７ＩＢを含む副画素はプラス極性の暗副画素となり、Ｆ２
でもドット反転駆動が実現される。
【０１６０】
　このように図３６の液晶パネルでは、明・暗副画素によって中間調を表示することがで
きるため、視野角特性を高めることができる。また、図２５に示す液晶パネルと異なり、
暗副画素の画素電極が電気的にフローティングとならないため、画素の焼き付等を抑制す
ることができる。
【０１６１】
　図３７は、図３４のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの一部を示す平面図
である。図３７では、その見易さのために、カラーフィルタ基板（対向基板）側の部材を
省略してアクティブマトリクス基板の部材のみ記載している。なお、データ信号線、走査
信号線、間在配線、保持容量配線および画素領域並びにトランジスタおよび画素領域にお
ける画素電極の配置は図３２の液晶パネルと同じである。
【０１６２】
　そして、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ｉａ・１２ｉｂのゲート電極として機能
し、トランジスタ１２ｉａのソース電極はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレイン電極
はドレイン引き出し電極およびコンタクトホールを介して画素電極１７ｉａに接続され、
トランジスタ１２ｉｂのソース電極はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレイン電極はド
レイン引き出し電極およびコンタクトホールを介して画素電極１７ｉｂに接続されている
。さらに、保持容量配線１８ｐ上に容量電極３７ｉａ・６７ｉａ・６７ｉｂが設けられ、
容量電極６７ｉａはコンタクトホールを介して画素電極１７ｉａに接続され、容量電極６
７ｉｂはコンタクトホールを介して画素電極１７ｉｂに接続されている。そして、容量電
極３７ｉａは同層にて中継電極５７ｍに接続され、中継電極５７ｍは、保持容量配線１８
ｐ上から走査信号線１６ｊおよび保持容量配線１８ｑを跨いで走査信号線１６ｍ上に到り
、トランジスタ１１２ｍのソース電極に接続される。また、画素電極１７ｉｂはコンタク
トホール３３ｉｂを介して中継電極４７ｍに接続され、中継電極４７ｍは、画素電極１７
ｉｂ下から走査信号線１６ｊおよび保持容量配線１８ｑを跨いで走査信号線１６ｍ上に到
り、トランジスタ１１２ｍのドレイン電極に接続される。
【０１６３】
　本液晶パネルでは、保持容量配線１８ｐおよび容量電極６７ｉａがゲート絶縁膜を介し
て重なる部分に上記保持容量ｉａが形成され、保持容量配線１８ｐおよび容量電極６７ｉ
ｂがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｉｂが形成され、保持容量配線１８
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ｐおよび容量電極３７ｉａがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記制御容量ｉｂｐが形
成され、容量電極３７ｉａおよび画素電極１７ｉａが無機層間絶縁膜を介して重なる部分
に上記結合容量ｉａｂが形成される。
【０１６４】
　また、保持容量配線１８ｑおよび容量電極６７ｊａがゲート絶縁膜を介して重なる部分
に上記保持容量ｊａが形成され、保持容量配線１８ｑおよび容量電極６７ｊｂがゲート絶
縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｊｂが形成され、保持容量配線１８ｑおよび容量
電極３７ｊａがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記制御容量ｊｂｑが形成され、容量
電極３７ｊａおよび画素電極１７ｊａが無機層間絶縁膜を介して重なる部分に上記結合容
量ｊａｂが形成される。また、保持容量配線１８ｒおよび容量電極６７ｍａがゲート絶縁
膜を介して重なる部分に上記保持容量ｍａが形成され、保持容量配線１８ｒおよび容量電
極６７ｍｂがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｍｂが形成され、保持容量
配線１８ｒおよび容量電極３７ｍａがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記制御容量ｍ
ｂｒが形成され、容量電極３７ｍａおよび画素電極１７ｍａが無機層間絶縁膜を介して重
なる部分に上記結合容量ｍａｂが形成される。
【０１６５】
　図３８は図３７の矢視断面図である。同図に示すように、アクティブマトリクス基板３
では、ガラス基板３１上に保持容量配線１８ｐが形成され、これを覆うようにゲート絶縁
膜４３が形成されている。なお、断面には含まれないが、ゲート絶縁膜４３の下層には、
走査信号線が形成されている。ゲート絶縁膜４３の上層には、容量電極６７ｉｂ、中継配
線４７ｍ・５７ｍ、容量電極３７ｉａ、データ信号線１５ｙ・１５Ｘ、および間在配線４
１が形成されている。なお、断面には含まれないが、ゲート絶縁膜４３の上層には、各ト
ランジスタの半導体層（ｉ層およびｎ＋層）、ｎ＋層に接するソース電極およびドレイン
電極が形成されている。さらに、容量電極６７ｉｂおよび容量電極３７ｉａを含むメタル
層を覆うように無機層間絶縁膜２５が形成され、無機層間絶縁膜２５上に、これよりも厚
い有機層間絶縁膜２６が形成されている。有機層間絶縁膜２６上には画素電極１７ｉｂ・
１７ｉａ・１７ＩＡが形成され、さらに、これら画素電極を覆うように配向膜９が形成さ
れている。なお、コンタクトホール３３ｉｂの形成部では無機層間絶縁膜２５および有機
層間絶縁膜２６が刳り貫かれ、画素電極１７ｉｂと中継配線４７ｍとが接触している。ま
た、上記のように、保持容量配線１８ｐおよび容量電極６７ｉａがゲート絶縁膜４３を介
して重なる部分に上記保持容量ｉａが形成され、保持容量配線１８ｐおよび容量電極３７
ｉａがゲート絶縁膜４３を介して重なる部分に上記制御容量ｉｂｐが形成される。また、
有機層間絶縁膜２６は、容量電極３７ｉａ上の部分が刳り貫かれている。これによって、
容量電極３７ｉａと画素電極１７ｉａとが無機層間絶縁膜２５のみを介して重なり、この
重なり部分に上記結合容量ｉａｂが形成される。
【０１６６】
　なお、有機層間絶縁膜の刳り貫き部分についてはフォトリソグラフィー工程でハーフ露
光とすることで現像完了時に有機層間絶縁膜が薄く残膜するようにしておく一方、コンタ
クトホール部分については上記フォトリソグラフィー工程でフル露光することで現像完了
時に有機層間絶縁膜が残らないようにしておく。ここで、ドライエッチングを行えば、有
機層間絶縁膜の刳り貫き部分については（有機層間絶縁膜の）残膜が除去され（すなわち
、容量電極３７ｉａ・３７ｊａ・３７ｍａ上には無機層間絶縁膜だけが残り）、コンタク
トホール部分については有機層間絶縁膜下の無機層間絶縁膜が除去されることになる。
【０１６７】
　本液晶パネルでは、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間にＶｃｏｍ信号が
供給される間在配線４１を設けているため、例えば画素電極１７ｉｂとデータ信号線１５
Ｘとの間に生じる寄生容量に起因する両者（１７ｉｂおよび１５Ｘ）間のクロストークを
低減することができ、縦シャドーの発現を抑制することができる。本液晶パネルのように
画素内を２つの輝度に制御する画素分割方式では図３のような非画素分割方式よりもクロ
ストークの影響が表示品位にシビアに反映されるため、この効果は顕著なものとなってい
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る。
【０１６８】
　また、本液晶パネルでは、間在配線４１によって、間在配線を挟んで隣り合う２本のデ
ータ信号線（例えば、１５ｙ・１５Ｘ）間の寄生容量に起因する両者間のクロストークを
低減することができる。
【０１６９】
　〔実施の形態５〕
　図３９は実施の形態５にかかるアクティブマトリクス基板の一部を示す等価回路図であ
る。図３９のアクティブマトリクス基板では、データ信号線、走査信号線、間在配線、保
持容量配線、および画素領域並びに画素領域における画素電極の配置は図７のアクティブ
マトリクス基板と同じである。
【０１７０】
　さらに、各画素には２つずつ画素電極が配され、画素領域１０１の画素電極１７ｉａは
、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２ｉａを介してデータ信号線１５ｘに接続さ
れ、画素領域１０１の画素電極１７ｉｂは、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２
ｉｂを介してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０２の画素電極１７ｊａは、走
査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ｊａを介してデータ信号線１５ｘに接続され、
画素領域１０２の画素電極１７ｊｂは、走査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ｊｂ
を介してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０３の画素電極１７ｍａは、走査信
号線１６ｍに繋がるトランジスタ１２ｍａを介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素
領域１０３の画素電極１７ｍｂは、走査信号線１６ｍに繋がるトランジスタ１２ｍｂを介
してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０４の画素電極１７ｎａは、走査信号線
１６ｎに繋がるトランジスタ１２ｎａを介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素領域
１０４の画素電極１７ｎｂは、走査信号線１６ｎに繋がるトランジスタ１２ｎｂを介して
データ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０５の画素電極１７ＩＡは、走査信号線１６
ｉに繋がるトランジスタ１２ＩＡを介してデータ信号線１５Ｘに接続され、画素領域１０
５の画素電極１７ＩＢは、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２ＩＢを介してデー
タ信号線１５Ｙに接続され、画素領域１０６の画素電極１７ＪＡは、走査信号線１６ｊに
繋がるトランジスタ１２ＪＡを介してデータ信号線１５Ｘに接続され、画素領域１０６の
画素電極１７ＪＢは、走査信号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ＪＢを介してデータ信
号線１５Ｙに接続される。
【０１７１】
　また、画素電極１７ｉａおよび保持容量配線１８ｋ間に保持容量ｉａが形成され、画素
電極１７ｉｂおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量ｉｂが形成され、画素電極１７ｊａ
および保持容量配線１８ｐ間に保持容量ｊａが形成され、画素電極１７ｊｂおよび保持容
量配線１８ｑ間に保持容量ｊｂが形成され、画素電極１７ｍａおよび保持容量配線１８ｑ
間に保持容量が形成され、画素電極１７ｍｂおよび保持容量配線１８ｒ間に保持容量が形
成され、画素電極１７ｎａおよび保持容量配線１８ｒ間に保持容量が形成され、画素電極
１７ｎｂおよび保持容量配線１８ｓ間に保持容量が形成され、画素電極１７ＩＡおよび保
持容量配線１８ｋ間に保持容量が形成され、画素電極１７ＩＢおよび保持容量配線１８ｐ
間に保持容量が形成され、画素電極１７ＪＡおよび保持容量配線１８ｐ間に保持容量が形
成され、画素電極１７ＪＢおよび保持容量配線１８ｑ間に保持容量が形成される。
【０１７２】
　図４０は、上記アクティブマトリクス基板を備えた本液晶パネルの駆動方法（ノーマリ
ブラックモード）を示すタイミングチャートである。なお、Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹはそ
れぞれデータ信号線１５ｘ・１５ｙ・１５Ｘ・１５Ｙに供給されるデータ信号（データ信
号）を示し、Ｓｚは間在配線に供給される信号を示し、ＧＰｉ・ＧＰｊ・ＧＰｍ・ＧＰｎ
はそれぞれ、走査信号線１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎに供給されるゲート信号を示し
、Ｖｉａ・Ｖｉｂ・Ｖｊａ・Ｖｊｂ・ＶＩＡ・ＶＩＢ・Ｖｍａ・Ｖｍｂ・Ｖｎａ・Ｖｎｂ
は画素電極１７ｉａ・１７ｉｂ・１７ｊａ・１７ｊｂ・１７ＩＡ・１７ＩＢ・１７ｍａ・
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１７ｍｂ・１７ｎａ・１７ｎｂの電位を示している。
【０１７３】
　本駆動方法では、図４０に示されるように、走査信号線を１本ずつ同時選択していき、
データ信号線に供給するデータ信号の極性を１フレーム期間（１Ｖ）ごとに反転させると
ともに、同一水平走査期間においては、同一画素列に対応する２本のデータ信号線（１５
ｘ・１５ｙあるいは１５Ｘ・１５Ｙ）に逆極性のデータ信号を供給しつつ、間在配線を挟
んで隣り合う２本のデータ信号線（１５ｙ・１５Ｘ）には同極性のデータ信号を供給する
。そして、間在配線には、共通電極の電位に等しい定電位信号（Ｖｃｏｍ信号）を供給す
る。
【０１７４】
　具体的には、連続するフレームＦ１・Ｆ２のＦ１では、Ｎ番目の水平走査期間（走査信
号線１６ｉの走査期間含む）に、データ信号線１５ｘには、プラス極性のデータ信号を供
給し、このデータ信号の絶対値（Ｖｃｏｍとの電位差）に対応し、これ以下の絶対値をも
つマイナス極性のデータ信号をデータ信号線１５ｙに供給し、データ信号線１５Ｙには、
プラス極性のデータ信号を供給し、このデータ信号の絶対値に対応し、これ以下の絶対値
をもつマイナス極性のデータ信号をデータ信号線１５Ｘに供給する。同様に、（Ｎ＋１）
番目の水平走査期間（走査信号線１６ｊの走査期間含む）にも、データ信号線１５ｘには
、プラス極性のデータ信号を供給し、このデータ信号の絶対値に対応し、これ以下の絶対
値をもつマイナス極性のデータ信号をデータ信号線１５ｙに供給し、データ信号線１５Ｙ
には、プラス極性のデータ信号を供給し、このデータ信号の絶対値に対応し、これ以下の
絶対値をもつマイナス極性のデータ信号をデータ信号線１５Ｘに供給する。
【０１７５】
　これにより、Ｆ１では図４１に示すように、画素電極１７ｉａを含む副画素はプラス極
性の明副画素、画素電極１７ｉｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７
ｊａを含む副画素はプラス極性の明副画素、画素電極１７ｊｂを含む副画素はマイナス極
性の暗副画素、画素電極１７ｍａを含む副画素はプラス極性の明副画素、画素電極１７ｍ
ｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ｎａを含む副画素はプラス極性
の明副画素、画素電極１７ｎｂを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７Ｉ
Ａを含む副画素はマイナス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＢを含む副画素はプラス極性
の明副画素となり、Ｆ１でドット反転駆動かつ明暗市松表示（行方向および列方向それぞ
れについて、明副画素と暗副画素が交互に並ぶような表示）が実現される。
【０１７６】
　また、フレームＦ２では、図４０に示すように、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１
６ｉの走査期間含む）に、データ信号線１５ｘには、マイナス極性のデータ信号を供給し
、このデータ信号の絶対値（Ｖｃｏｍとの電位差）に対応し、これ以下の絶対値をもつプ
ラス極性のデータ信号をデータ信号線１５ｙに供給し、データ信号線１５Ｙには、マイナ
ス極性のデータ信号を供給し、このデータ信号の絶対値に対応し、これ以下の絶対値をも
つプラス極性のデータ信号をデータ信号線１５Ｘに供給する。同様に、（Ｎ＋１）番目の
水平走査期間（走査信号線１６ｊの走査期間含む）にも、データ信号線１５ｘには、マイ
ナス極性のデータ信号を供給し、このデータ信号の絶対値に対応し、これ以下の絶対値を
もつプラス極性のデータ信号をデータ信号線１５ｙに供給し、データ信号線１５Ｙには、
マイナス極性のデータ信号を供給し、このデータ信号の絶対値に対応し、これ以下の絶対
値をもつプラス極性のデータ信号をデータ信号線１５Ｘに供給する。
【０１７７】
　これによりＦ２では、画素電極１７ｉａを含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素
電極１７ｉｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ｊａを含む副画素はマ
イナス極性の明副画素、画素電極１７ｊｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電
極１７ＩＡを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ＩＢを含む副画素はマイ
ナス極性の明副画素、画素電極１７ｍａを含む副画素はマイナス極性の明副画素、画素電
極１７ｍｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素、画素電極１７ｎａを含む副画素はマイ
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ナス極性の明副画素、画素電極１７ｎｂを含む副画素はプラス極性の暗副画素となり、Ｆ
２でもドット反転駆動かつ明暗市松表示（行方向および列方向それぞれについて、明副画
素と暗副画素が交互に並ぶような表示）が実現される。
【０１７８】
　本液晶パネルでは明・暗副画素によって中間調を表示することができるため、視野角特
性を高めることができる。なお、明・暗副画素それぞれにデータ信号が用意されるため、
明・暗副画素の輝度をより正確に制御することができる。また、明暗市松表示によって、
明副画素あるいは暗副画素が連続して並ぶことで生じる縞状のムラを抑制することができ
る。
【０１７９】
　なお、図３９のアクティブマトリクス基板につき、データ信号線に供給するデータ信号
の極性を１水平走査期間（１Ｈ）ごとに反転させるとともに、同一水平走査期間において
は、同一画素列に対応する２本のデータ信号線（１５ｘ・１５ｙあるいは１５Ｘ・１５Ｙ
）に同極性のデータ信号を供給し、間在配線を挟んで隣り合う２本のデータ信号線（１５
ｙ・１５Ｘ）には同極性のデータ信号を供給してもよい。こうすれば、プラス極性の明副
画素とほぼ同数マイナス極性の明副画素が存在するとともに、プラス極性の暗副画素とほ
ぼ同数のマイナス極性の暗副画素が存在するようになり、図４１の場合よりもフリッカを
低減することができる。
【０１８０】
　図４２は、図３９のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの一部を示す平面図
である。図４２では、その見易さのために、カラーフィルタ基板（対向基板）側の部材を
省略してアクティブマトリクス基板の部材のみ記載している。なお、データ信号線、走査
信号線、間在配線、保持容量配線、および画素領域並びに画素領域における画素電極の配
置は図１３の液晶パネルと同じである。
【０１８１】
　そして、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ｉａのゲート電極として機能し、トラン
ジスタ１２ｉａのソース電極はデータ信号線１５ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン
引き出し電極２７ｉａを介して容量電極３７ｉａに接続されている。容量電極３７ｉａは
保持容量配線１８ｐ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ｉａを介して画素電極１７
ｉａに接続されている。また、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ｉｂのゲート電極と
して機能し、トランジスタ１２ｉｂのソース電極はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレ
イン電極はドレイン引き出し電極２７ｉｂを介して容量電極３７ｉｂに接続されている。
容量電極３７ｉｂは保持容量配線１８ｑ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ｉｂを
介して画素電極１７ｉｂに接続されている。
【０１８２】
　また、走査信号線１６ｊがトランジスタ１２ｊａのゲート電極として機能し、トランジ
スタ１２ｊａのソース電極はデータ信号線１５ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン引
き出し電極２７ｊａを介して容量電極３７ｊａに接続されている。容量電極３７ｊａは保
持容量配線１８ｐ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ｊａを介して画素電極１７ｊ
ａに接続されている。また、走査信号線１６ｊがトランジスタ１２ｊｂのゲート電極とし
て機能し、トランジスタ１２ｊｂのソース電極はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレイ
ン電極はドレイン引き出し電極２７ｊｂを介して容量電極３７ｊｂに接続されている。容
量電極３７ｊｂは保持容量配線１８ｑ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ｊｂを介
して画素電極１７ｊｂに接続されている。
【０１８３】
　同様に、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ＩＡのゲート電極として機能し、トラン
ジスタ１２ＩＡのソース電極はデータ信号線１５Ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン
引き出し電極２７ＩＡを介して容量電極３７ＩＡに接続されている。容量電極３７ＩＡは
保持容量配線１８ｐ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ＩＡを介して画素電極１７
ＩＡに接続されている。また、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ＩＢのゲート電極と



(40) JP WO2010/103726 A1 2010.9.16

10

20

30

40

50

して機能し、トランジスタ１２ＩＢのソース電極はデータ信号線１５Ｙに接続され、ドレ
イン電極はドレイン引き出し電極２７ＩＢを介して容量電極３７ＩＢに接続されている。
容量電極３７ＩＢは保持容量配線１８ｑ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ＩＢを
介して画素電極１７ＩＢに接続されている。
【０１８４】
　また、走査信号線１６ｊがトランジスタ１２ＪＡのゲート電極として機能し、トランジ
スタ１２ＪＡのソース電極はデータ信号線１５Ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン引
き出し電極２７ＪＡを介して容量電極３７ＪＡに接続されている。容量電極３７ＪＡは保
持容量配線１８ｐ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ＪＡを介して画素電極１７Ｊ
Ａに接続されている。
【０１８５】
　本液晶パネルでは、保持容量配線１８ｋおよび容量電極３７ｉａがゲート絶縁膜を介し
て重なる部分に上記保持容量ｉａが形成され、保持容量配線１８ｐおよび容量電極３７ｉ
ｂがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｉｂが形成され、保持容量配線１８
ｐおよび容量電極３７ｊａがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｊａが形成
され、保持容量配線１８ｑおよび容量電極３７ｊｂがゲート絶縁膜を介して重なる部分に
上記保持容量ｊｂが形成される。
【０１８６】
　本液晶パネルでは、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間にＶｃｏｍ信号が
供給される間在配線４１を設けているため、例えば画素電極１７ｉａとデータ信号線１５
Ｘとの間に生じる寄生容量に起因する両者（１７ｉａおよび１５Ｘ）間のクロストークを
低減することができ、縦シャドーの発現を抑制することができる。図４３は本液晶パネル
を駆動したときの等電位線（ＬＶＭは－０．５Ｖ線、ＬＶＰは＋０．５Ｖ線）を示してい
るが、同図では自画素の画素電極（１７ｉａ）上から隣接画素に対応するデータ信号線（
１５Ｘ）上に等電位線が流れておらず、上記のクロストーク低減効果（シールド効果）は
明らかである。なお、上記寄生容量の値は、例えば４割程度低減されている。本液晶パネ
ルのように画素内を２つの輝度に制御する画素分割方式では図３のような非画素分割方式
よりもクロストークの影響が表示品位にシビアに反映されるため、この効果は顕著なもの
となっている。
【０１８７】
　また、本液晶パネルでは、間在配線４１によって、間在配線を挟んで隣り合う２本のデ
ータ信号線（例えば、１５ｙ・１５Ｘ）間の寄生容量に起因する両者間のクロストークを
低減することができる。なお、この寄生容量の値は、例えば５割程度低減される。
【０１８８】
　〔実施の形態６〕
　図４４は実施の形態６にかかるアクティブマトリクス基板の一部を示す等価回路図であ
る。図４４に示すように、本アクティブマトリクス基板では、データ信号線１５ｘ・１５
ｙ・１５Ｘ・１５Ｙがこの順に並べられ、行方向（図中左右方向）に延伸する走査信号線
１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎがこの順に並べられ、データ信号線１５ｘ・１５ｙおよ
び走査信号線１６ｉの交差部に対応して画素領域１０1が設けられ、データ信号線１５ｘ
・１５ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部に対応して画素領域１０２が設けられ、データ
信号線１５ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｍの交差部に対応して画素領域１０３が設け
られ、データ信号線１５Ｘ・１５ｙおよび走査信号線１６ｎの交差部に対応して画素領域
１０４が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線１６ｉの交差部に対応
して画素領域１０５が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信号線１６ｊの
交差部に対応して画素領域１０６が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙおよび走査信
号線１６ｍの交差部に対応して画素領域１０７が設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙ
および走査信号線１６ｎの交差部に対応して画素領域１０８が設けられ、画素領域１０１
・１０５に対応して保持容量配線１８ｐが設けられ、画素領域１０２・１０６に対応して
保持容量配線１８ｑが設けられ、画素領域１０３・１０７に対応して保持容量配線１８ｒ
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が設けられ、画素領域１０４・１０８に対応して保持容量配線１８ｓが設けられている。
【０１８９】
　ここで、データ信号線１５ｘ・１５ｙは、画素領域１０１～１０４を含む画素領域列α
に対応して設けられ、データ信号線１５Ｘ・１５Ｙは画素領域１０１～１０４を含む画素
領域列βに対応して設けられ、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に、Ｖｃ
ｏｍ信号が供給される間在配線４１が設けられている。
【０１９０】
　さらに、各画素領域には１つの櫛形の画素電極とこれに対応する共通電極ｃｏｍとが配
され、画素領域１０１の画素電極１７ｉは、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２
ｉを介してデータ信号線１５ｘに接続され、画素領域１０２の画素電極１７ｊは、走査信
号線１６ｊに繋がるトランジスタ１２ｊを介してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領
域１０３の画素電極１７ｍは、走査信号線１６ｍに繋がるトランジスタ１２ｍを介してデ
ータ信号線１５ｘに接続され、画素領域１０４の画素電極１７ｎは、走査信号線１６ｎに
繋がるトランジスタ１２ｎを介してデータ信号線１５ｙに接続され、画素領域１０５の画
素電極１７Ｉは、走査信号線１６ｉに繋がるトランジスタ１２Ｉを介してデータ信号線１
５Ｘに接続され、画素領域１０６の画素電極１７Ｊは、走査信号線１６ｊに繋がるトラン
ジスタ１２Ｊを介してデータ信号線１５Ｙに接続され、画素領域１０７の画素電極１７Ｍ
は、走査信号線１６ｍに繋がるトランジスタ１２Ｍを介してデータ信号線１５Ｘに接続さ
れ、画素領域１０８の画素電極１７Ｎは、走査信号線１６ｎに繋がるトランジスタ１２Ｎ
を介してデータ信号線１５Ｙに接続される。すなわち、画素領域列αの偶数番目となる各
画素領域（１０２・１０４）の画素電極が接続するデータ信号線１５ｙと、画素領域列β
の奇数番目となる画素領域（１０５・１０７）の画素電極が接続するデータ信号線１５Ｘ
とが、間在配線４１を挟んで隣り合うことになる。
【０１９１】
　また、画素領域１０１の画素電極１７ｉおよび画素領域１０５の画素電極１７Ｉが接続
される走査信号線１６ｉと、画素領域１０２の画素電極１７ｊおよび画素領域１０６の画
素電極１７Ｊが接続される走査信号線１６ｉとがパネル内あるいはパネル外で接続され、
両者（１６ｉ・１６ｊ）は同時選択される（後述）。また、画素領域１０３の画素電極１
７ｍおよび画素領域１０７の画素電極１７Ｍが接続される走査信号線１６ｍと、画素領域
１０４の画素電極１７ｎおよび画素領域１０８の画素電極１７Ｎが接続される走査信号線
１６ｎとがパネル内あるいはパネル外で接続され、両者（１６ｍ・１６ｎ）は同時選択さ
れる（後述）。
【０１９２】
　また、保持容量配線１８ｐおよび画素電極１７ｉ間に保持容量ｉが形成され、共通電極
ｃｏｍおよび画素電極１７ｉ間に配向容量ｉｃが形成され、保持容量配線１８ｑおよび画
素電極１７ｊ間に保持容量ｊが形成され、共通電極ｃｏｍおよび画素電極１７ｊ間に配向
容量ｊｃが形成され、保持容量配線１８ｐおよび画素電極１７Ｉ間に保持容量Ｉが形成さ
れ、共通電極ｃｏｍおよび画素電極１７Ｉ間に配向容量Ｉｃが形成され、保持容量配線１
８ｑおよび画素電極１７Ｊ間に保持容量Ｊが形成され、共通電極ｃｏｍおよび画素電極１
７Ｊ間に配向容量Ｊｃが形成される。
【０１９３】
　図４５は、上記アクティブマトリクス基板を備えた本液晶パネルの駆動方法（ノーマリ
ブラックモード）を示すタイミングチャートである。なお、Ｓｘ・Ｓｙ・ＳＸ・ＳＹはそ
れぞれデータ信号線１５ｘ・１５ｙ・１５Ｘ・１５Ｙに供給されるデータ信号（データ信
号）を示し、Ｓｚは間在配線に供給される信号を示し、ＧＰｉ・ＧＰｊ・ＧＰｍ・ＧＰｎ
はそれぞれ、走査信号線１６ｉ・１６ｊ・１６ｍ・１６ｎに供給されるゲート信号を示し
、Ｖｉ・Ｖｊ・ＶＩ・ＶＪ・Ｖｍ・Ｖｎは画素電極１７ｉ・１７ｊ・１７Ｉ・１７Ｊ・１
７ｍ・１７ｎの電位を示している。
【０１９４】
　本駆動方法では、図４５に示されるように、走査信号線を２本ずつ同時選択していき、
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データ信号線に供給するデータ信号の極性を１フレーム期間（１Ｖ）ごとに反転させると
ともに、同一水平走査期間においては、同一画素列に対応する２本のデータ信号線（１５
ｘ・１５ｙあるいは１５Ｘ・１５Ｙ）に逆極性のデータ信号を供給しつつ、間在配線を挟
んで隣り合う２本のデータ信号線（１５ｙ・１５Ｘ）には同極性のデータ信号を供給する
。そして、間在配線には、共通電極の電位に等しい定電位信号（Ｖｃｏｍ信号）を供給す
る。
【０１９５】
　具体的には、連続するフレームＦ１・Ｆ２のＦ１では、データ信号線１５ｘおよびデー
タ信号線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期
間含む）にプラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信
号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信号を供給し、データ信号
線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６
ｉ・１６ｊの走査期間含む）にマイナス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の
水平走査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む）にもマイナス極性のデータ信
号を供給する。
【０１９６】
　これにより、本液晶パネルを駆動すると、図４６に示すように、画素電極１７ｉを含む
画素はプラス極性、画素電極１７ｊを含む画素はマイナス極性、画素電極１７ｍを含む画
素はプラス極性、画素電極１７ｎを含む画素はマイナス極性、画素電極１７Ｉを含む画素
はマイナス極性、画素電極１７Ｊを含む画素はプラス極性となり、Ｆ１でドット反転駆動
が実現される。
【０１９７】
　なお、Ｆ２では、データ信号線１５ｘおよびデータ信号線１５Ｙそれぞれに、Ｎ番目の
水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期間含む）にマイナス極性のデータ信号
を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信号線１６ｍ・１６ｎの走査期間含む
）にもマイナス極性のデータ信号を供給し、データ信号線１５ｙおよびデータ信号線１５
Ｘそれぞれに、Ｎ番目の水平走査期間（走査信号線１６ｉ・１６ｊの走査期間含む）にプ
ラス極性のデータ信号を供給して、（Ｎ＋１）番目の水平走査期間（走査信号線１６ｍ・
１６ｎの走査期間含む）にもプラス極性のデータ信号を供給する。これにより、画素電極
１７ｉはマイナス極性、画素電極１７ｊはプラス極性、画素電極１７ｍはマイナス極性、
画素電極１７ｎはプラス極性、画素電極１７Ｉはプラス極性、画素電極１７Ｊはマイナス
極性となり、Ｆ２でもドット反転駆動が実現される。
【０１９８】
　図４７は、図４４のアクティブマトリクス基板を備えた液晶パネルの一部を示す平面図
である。図４７では、その見易さのために、カラーフィルタ基板（対向基板）側の部材を
省略してアクティブマトリクス基板の部材のみ記載している。
【０１９９】
　本液晶パネルでは、一対（２本）のデータ信号線１５ｘ・１５ｙと、一対（２本）のデ
ータ信号線１５Ｘ・１５Ｙとが、データ信号線１５ｙおよびデータ信号線１５Ｘが隣り合
うように設けられ、データ信号線１５ｙとデータ信号線１５Ｘとの間に間在配線４１が配
され、各データ信号線と直交するように、走査信号線１６ｉおよび走査信号線１６ｊが設
けられ、データ信号線１５ｘおよび走査信号線１６ｉの交差部近傍にトランジスタ１２ｉ
が設けられ、データ信号線１５ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部近傍にトランジスタ１
２ｊが設けられ、データ信号線１５Ｘおよび走査信号線１６ｉの交差部近傍にトランジス
タ１２Ｉが設けられ、データ信号線１５Ｙおよび走査信号線１６ｊの交差部近傍にトラン
ジスタ１２Ｊが設けられている。
【０２００】
　また、走査信号線１６ｉの走査方向上流側の領域上であって間在配線４１の一方側の領
域上となる部分に、櫛型の画素電極１７ｉとこれに嵌め合うような櫛型の共通電極１７ｉ
ｚとが設けられ、走査信号線１６ｉの走査方向上流側の領域上であって間在配線４１の他
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方側の領域上となる部分に、櫛型の画素電極１７Ｉとこれに嵌め合うような櫛型の共通電
極１７ＩＺとが設けられ、走査信号線１６ｊの走査方向上流側の領域上であって間在配線
４１の一方側の領域上となる部分に、櫛型の画素電極１７ｊとこれと嵌め合うような櫛型
の共通電極１７ｊｚとが設けられ、走査信号線１６ｊの走査方向上流側の領域上であって
間在配線４１の他方側の領域上となる部分に、櫛型の画素電極１７Ｊとこれと嵌め合うよ
な櫛型の共通電極１７ＪＺとが設けられている。なお、櫛型の画素電極１７ｉ・１７ｊ・
１７Ｉ・１７Ｊはそれぞれ、平面的に視て走査信号線の近傍に位置する根元部と該根元部
から列方向に伸びる歯部とからなり、画素電極１７ｉの根元部および画素電極１７Ｉの根
元部に重なるように保持容量配線１８ｐが設けられ、画素電極１７ｊの根元部および画素
電極１７Ｊの根元部に重なるように保持容量配線１８ｑが設けられている。
【０２０１】
　また、共通電極１７ｉｚはデータ信号線１５ｘ・１５ｙに重なり、共通電極１７ｊｚも
データ信号線１５ｘ・１５ｙに重なり、共通電極１７ＩＺはデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙ
に重なり、共通電極１７ＪＺもデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙに重なっている。また、間在
配線４１は、画素電極１７ｉｚおよび画素電極１７Ｉｚの間隙下並びに画素電極１７ｊｚ
および画素電極１７ＪＺの間隙下を通っている。
【０２０２】
　そして、走査信号線１６ｉがトランジスタ１２ｉのゲート電極として機能し、トランジ
スタ１２ｉのソース電極はデータ信号線１５ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン引き
出し電極を介して容量電極３７ｉに接続されている。容量電極３７ｉは保持容量配線１８
ｐ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ｉを介して画素電極１７ｉの根元部に接続さ
れ、さらに、共通電極１７ｉｚがコンタクトホール１１１ｉを介して保持容量配線１８ｐ
に接続されている。また、走査信号線１６ｊがトランジスタ１２ｊのゲート電極として機
能し、トランジスタ１２ｊのソース電極はデータ信号線１５ｙに接続され、ドレイン電極
はドレイン引き出し電極を介して容量電極３７ｊに接続されている。容量電極３７ｊは保
持容量配線１８ｑ上に位置し、２個のコンタクトホール１１ｊを介して画素電極１７ｊの
根元部に接続され、さらに、共通電極１７ｊｚがコンタクトホール１１１ｊを介して保持
容量配線１８ｑに接続されている。
【０２０３】
　同様に、走査信号線１６Ｉがトランジスタ１２Ｉのゲート電極として機能し、トランジ
スタ１２Ｉのソース電極はデータ信号線１５Ｘに接続され、ドレイン電極はドレイン引き
出し電極を介して容量電極３７Ｉに接続されている。容量電極３７Ｉは保持容量配線１８
ｐ上に位置し、２個のコンタクトホール１１Ｉを介して画素電極１７Ｉの根元部に接続さ
れ、さらに、共通電極１７ＩＺがコンタクトホール１１１Ｉを介して保持容量配線１８ｐ
に接続されている。また、走査信号線１６Ｊがトランジスタ１２Ｊのゲート電極として機
能し、トランジスタ１２Ｊのソース電極はデータ信号線１５Ｙに接続され、ドレイン電極
はドレイン引き出し電極を介して容量電極３７Ｊに接続されている。容量電極３７Ｊは保
持容量配線１８ｑ上に位置し、２個のコンタクトホール１１Ｊを介して画素電極１７Ｊの
根元部に接続され、さらに、共通電極１７ＪＺがコンタクトホール１１１Ｊを介して保持
容量配線１８ｑに接続されている。
【０２０４】
　本液晶パネルでは、保持容量配線１８ｐおよび容量電極３７ｉがゲート絶縁膜を介して
重なる部分に上記保持容量ｉが形成され、保持容量配線１８ｑおよび容量電極３７ｊがゲ
ート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量ｊが形成され、保持容量配線１８ｐおよび
容量電極３７Ｉがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量Ｉが形成され、保持容
量配線１８ｑおよび容量電極３７Ｊがゲート絶縁膜を介して重なる部分に上記保持容量Ｊ
が形成される。
【０２０５】
　図４８は図４７の矢視断面図である。同図に示すように、本液晶パネルは、アクティブ
マトリクス基板３と、これに対向するカラーフィルタ基板３０と、両基板（３・３０）間
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に配される液晶層４０とを備える。アクティブマトリクス基板３では、ガラス基板３１上
に保持容量配線１８ｐが形成され、これを覆うようにゲート絶縁膜４３が形成されている
。
なお、断面には含まれないが、ゲート絶縁膜４３の下層には、走査信号線が形成されてい
る。ゲート絶縁膜４３の上層には、容量電極３７ｉ、データ信号線１５ｙ、間在配線４１
、およびデータ信号線１５Ｘが形成されている。なお、断面には含まれないが、ゲート絶
縁膜４３の上層には、各トランジスタの半導体層（ｉ層およびｎ＋層）と、ｎ＋層に接す
るソース電極およびドレイン電極が形成されている。さらに、各データ信号線および間在
配線４１を含むメタル層を覆うように無機層間絶縁膜２５が形成され、無機層間絶縁膜２
５上に、これよりも厚い有機層間絶縁膜２６が形成されている。有機層間絶縁膜２６上に
は画素電極１７ｉ・１７Ｉおよび共通電極１７ｉｚが形成され、さらに、これら画素電極
および共通電極を覆うように配向膜９が形成されている。なお、コンタクトホール１１ｉ
の形成部では無機層間絶縁膜２５および有機層間絶縁膜２６が刳り貫かれ、画素電極１７
ｉと容量電極３７ｉとが接触している。また、コンタクトホール１１１ｉの形成部ではゲ
ート絶縁膜４３、無機層間絶縁膜２５および有機層間絶縁膜２６が刳り貫かれ、共通電極
１７ｉｚと保持容量配線１８ｐとが接触している。また、上記のように、保持容量配線１
８ｐおよび容量電極３７ｉがゲート絶縁膜４３を介して重なる部分に上記保持容量ｉが形
成されている。
【０２０６】
　一方、カラーフィルタ基板３０では、ガラス基板３２上にブラックマトリクス１３およ
び着色層（カラーフィルタ層）１４が形成され、これを覆うように配向膜１９が形成され
ている。
【０２０７】
　図４７の液晶パネルでは共通電極が櫛型の画素電極と同層に形成されているがこれに限
定されない。共通電極をデータ信号線や間在配線と同層に形成することもできる。図４９
に示す液晶パネルでは、ベタ状の共通電極１７ｉｚを櫛型の画素電極１７ｉと対向するよ
うに透明導電体（ＩＴＯ，ＩＺＯ，ＺｎＯなど）層に設け、ベタ状の共通電極１７ｊｚを
櫛形の画素電極１７ｊと対向するように透明導電体層に設け、ベタ状の共通電極１７ＩＺ
を櫛型の画素電極１７Ｉと対向するように透明導電体層に設け、ベタ状の共通電極１７Ｊ
Ｚを櫛型の画素電極１７Ｊと対向するように透明導電体層に設けている。
【０２０８】
　なお、本液晶パネルでは画素電極１７ｉはデータ信号線１５ｘ・１５ｙに重なり、画素
電極１７ｊもデータ信号線１５ｘ・１５ｙに重なり、画素電極１７Ｉはデータ信号線１５
Ｘ・１５Ｙに重なり、画素電極１７Ｊもデータ信号線１５Ｘ・１５Ｙに重なっている。
【０２０９】
　図５０は図４９の矢視断面図である。同図に示すように、アクティブマトリクス基板３
では、ガラス基板３１上に保持容量配線１８ｐが形成され、これを覆うようにゲート絶縁
膜４３が形成されている。ゲート絶縁膜４３の上層には、容量電極３７ｉ、共通電極１７
ｉｚ、データ信号線１５ｙ、間在配線４１、およびデータ信号線１５Ｘが形成されている
。さらに、共通電極１７ｉｚおよび間在配線４１を含むメタル層を覆うように無機層間絶
縁膜２５が形成され、無機層間絶縁膜２５上に、これよりも厚い有機層間絶縁膜２６が形
成されている。有機層間絶縁膜２６上には画素電極１７ｉ・１７Ｉが形成され、さらに、
これら画素電極を覆うように配向膜９が形成されている。なお、コンタクトホール１１ｉ
の形成部では無機層間絶縁膜２５および有機層間絶縁膜２６が刳り貫かれ、画素電極１７
ｉと容量電極３７ｉとが接触している。また、コンタクトホール１１１ｉの形成部ではゲ
ート絶縁膜４３が刳り貫かれ、共通電極１７ｉｚと保持容量配線１８ｐとが接触している
。
【０２１０】
　なお、上記各実施の形態では、間在配線４１をゲート絶縁膜４３上でデータ信号線１５
ｙ・１５Ｘの間隙となる部分に設けているがこれに限定されない。例えば、間在配線４１
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を、無機層間絶縁膜２５上でかつデータ信号線１５ｙ・１５Ｘの間隙上となる部分に設け
ることもできるし、無機層間絶縁膜２６上でかつデータ信号線１５ｙ・１５Ｘの間隙上と
なる部分に設けることもできるし、ゲート絶縁膜を２層にしてこれら２層に挟まれ、かつ
データ信号線１５ｙ・１５Ｘの間隙下となる部分に設けることもできる。
【０２１１】
　本実施の形態では、以下のようにして、本液晶表示ユニットおよび液晶表示装置を構成
する。すなわち、本液晶パネルの両面に、２枚の偏光板Ａ・Ｂを、偏光板Ａの偏光軸と偏
光板Ｂの偏光軸とが互いに直交するように貼り付ける。なお、偏光板には必要に応じて、
光学補償シート等を積層してもよい。次に、図５１（ａ）に示すように、ドライバ（ゲー
トドライバ２０２、ソースドライバ２０１）を接続する。ここでは、一例として、ドライ
バをＴＣＰ方式による接続について説明する。まず、液晶パネルの端子部にＡＣＦを仮圧
着する。ついで、ドライバが乗せられたＴＣＰをキャリアテープから打ち抜き、パネル端
子電極に位置合わせし、加熱、本圧着を行う。その後、ドライバＴＣＰ同士を連結するた
めの回路基板２０３（ＰＷＢ）とＴＣＰの入力端子とをＡＣＦで接続する。これにより、
液晶表示ユニット２００が完成する。その後、図５１（ｂ）に示すように、液晶表示ユニ
ットの各ドライバ（２０１・２０２）に、回路基板２０３を介して表示制御回路２０９を
接続し、照明装置（バックライトユニット）２０４と一体化することで、液晶表示装置２
１０となる。
【０２１２】
　図５２は、本液晶表示装置の構成を示すブロック図である。同図に示されるように、本
液晶表示装置は、表示部（液晶パネル）と、ソースドライバ（ＳＤ）と、ゲートドライバ
（ＧＤ）と、表示制御回路とを備えている。ソースドライバはデータ信号線を駆動し、ゲ
ートドライバは走査信号線を駆動し、表示制御回路は、ソースドライバおよびゲートドラ
イバを制御する。なお、必要に応じて保持容量配線（Ｃｓ配線）を駆動する保持容量配線
駆動回路を設けてもよい。
【０２１３】
　表示制御回路は、外部の信号源（例えばチューナ）から、表示すべき画像を表すデジタ
ルビデオ信号Ｄｖと、当該デジタルビデオ信号Ｄｖに対応する水平同期信号ＨＳＹおよび
垂直同期信号ＶＳＹと、表示動作を制御するための制御信号Ｄｃとを受け取る。また、表
示制御回路は、受け取ったこれらの信号Ｄｖ，ＨＳＹ，ＶＳＹ，Ｄｃに基づき、そのデジ
タルビデオ信号Ｄｖの表す画像を表示部に表示させるための信号として、データスタート
パルス信号ＳＳＰと、データクロック信号ＳＣＫと、表示すべき画像を表すデジタル画像
信号ＤＡ（ビデオ信号Ｄｖに対応する信号）と、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰと、ゲ
ートクロック信号ＧＣＫと、ゲートドライバ出力制御信号（走査信号出力制御信号）ＧＯ
Ｅとを生成し、これらを出力する。
【０２１４】
　より詳しくは、ビデオ信号Ｄｖを内部メモリで必要に応じてタイミング調整等を行った
後に、デジタル画像信号ＤＡとして表示制御回路から出力し、そのデジタル画像信号ＤＡ
の表す画像の各画素に対応するパルスからなる信号としてデータクロック信号ＳＣＫを生
成し、水平同期信号ＨＳＹに基づき１水平走査期間毎に所定期間だけハイレベル（Ｈレベ
ル）となる信号としてデータスタートパルス信号ＳＳＰを生成し、垂直同期信号ＶＳＹに
基づき１フレーム期間（１垂直走査期間）毎に所定期間だけＨレベルとなる信号としてゲ
ートスタートパルス信号ＧＳＰを生成し、水平同期信号ＨＳＹに基づきゲートクロック信
号ＧＣＫを生成し、水平同期信号ＨＳＹおよび制御信号Ｄｃに基づきゲートドライバ出力
制御信号ＧＯＥを生成する。
【０２１５】
　上記のようにして表示制御回路において生成された信号のうち、デジタル画像信号ＤＡ
、データ信号（データデータ信号）の極性を制御する極性反転信号ＰＯＬ、データスター
トパルス信号ＳＳＰ、およびデータクロック信号ＳＣＫは、ソースドライバに入力され、
ゲートスタートパルス信号ＧＳＰとゲートクロック信号ＧＣＫとゲートドライバ出力制御
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信号ＧＯＥとは、ゲートドライバに入力される。
【０２１６】
　ソースドライバは、デジタル画像信号ＤＡ、データクロック信号ＳＣＫ、データスター
トパルス信号ＳＳＰ、および極性反転信号ＰＯＬに基づき、デジタル画像信号ＤＡの表す
画像の各走査信号線における画素値に相当するアナログ電位（データ信号）を１水平走査
期間毎に順次生成し、これらのデータ信号をデータ信号線に出力する。
【０２１７】
　ゲートドライバは、ゲートスタートパルス信号ＧＳＰおよびゲートクロック信号ＧＣＫ
と、ゲートドライバ出力制御信号ＧＯＥとに基づき、ゲート信号を生成し、これらを走査
信号線に出力し、これによって走査信号線を選択的に駆動する。
【０２１８】
　上記のようにソースドライバおよびゲートドライバにより表示部（液晶パネル）のデー
タ信号線および走査信号線が駆動されることで、選択された走査信号線に接続されたトラ
ンジスタ（ＴＦＴ）を介して、データ信号線から画素電極にデータ信号が書き込まれる。
これにより各副画素の液晶層に電圧が印加され、これによってバックライトからの光の透
過量が制御され、デジタルビデオ信号Ｄｖの示す画像が表示される。
【０２１９】
　次に、本液晶表示装置をテレビジョン受信機に適用するときの一構成例について説明す
る。図５３は、テレビジョン受信機用の液晶表示装置８００の構成を示すブロック図であ
る。液晶表示装置８００は、液晶表示ユニット８４と、Ｙ／Ｃ分離回路８０と、ビデオク
ロマ回路８１と、Ａ／Ｄコンバータ８２と、液晶コントローラ８３と、バックライト駆動
回路８５と、バックライト８６と、マイコン（マイクロコンピュータ）８７と、階調回路
８８とを備えている。なお、液晶表示ユニット８４は、液晶パネルと、これを駆動するた
めのソースドライバおよびゲートドライバとで構成される。
【０２２０】
　上記構成の液晶表示装置８００では、まず、テレビジョン信号としての複合カラー映像
信号Ｓｃｖが外部からＹ／Ｃ分離回路８０に入力され、そこで輝度信号と色信号に分離さ
れる。これらの輝度信号と色信号は、ビデオクロマ回路８１にて光の３原色に対応するア
ナログＲＧＢ信号に変換され、さらに、このアナログＲＧＢ信号はＡ／Ｄコンバータ８２
により、デジタルＲＧＢ信号に変換される。このデジタルＲＧＢ信号は液晶コントローラ
８３に入力される。また、Ｙ／Ｃ分離回路８０では、外部から入力された複合カラー映像
信号Ｓｃｖから水平および垂直同期信号も取り出され、これらの同期信号もマイコン８７
を介して液晶コントローラ８３に入力される。
【０２２１】
　液晶表示ユニット８４には、液晶コントローラ８３からデジタルＲＧＢ信号が、上記同
期信号に基づくタイミング信号と共に所定のタイミングで入力される。また、階調回路８
８では、カラー表示の３原色Ｒ，Ｇ，Ｂそれぞれの階調電位が生成され、それらの階調電
位も液晶表示ユニット８４に供給される。液晶表示ユニット８４では、これらのＲＧＢ信
号、タイミング信号および階調電位に基づき内部のソースドライバやゲートドライバ等に
より駆動用信号（データ信号、ゲート信号等）が生成され、それらの駆動用信号に基づき
、内部の液晶パネルにカラー画像が表示される。なお、この液晶表示ユニット８４によっ
て画像を表示するには、液晶表示ユニット内の液晶パネルの後方から光を照射する必要が
あり、この液晶表示装置８００では、マイコン８７の制御の下にバックライト駆動回路８
５がバックライト８６を駆動することにより、液晶パネルの裏面に光が照射される。上記
の処理を含め、システム全体の制御はマイコン８７が行う。なお、外部から入力される映
像信号（複合カラー映像信号）としては、テレビジョン放送に基づく映像信号のみならず
、カメラにより撮像された映像信号や、インターネット回線を介して供給される映像信号
なども使用可能であり、この液晶表示装置８００では、様々な映像信号に基づいた画像表
示が可能である。
【０２２２】
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　液晶表示装置８００でテレビジョン放送に基づく画像を表示する場合には、図５４に示
すように、液晶表示装置８００にチューナ部９０が接続され、これによって本テレビジョ
ン受像機７０１が構成される。このチューナ部９０は、アンテナ（不図示）で受信した受
信波（高周波信号）の中から受信すべきチャンネルの信号を抜き出して中間周波信号に変
換し、この中間周波数信号を検波することによってテレビジョン信号としての複合カラー
映像信号Ｓｃｖを取り出す。この複合カラー映像信号Ｓｃｖは、既述のように液晶表示装
置８００に入力され、この複合カラー映像信号Ｓｃｖに基づく画像が該液晶表示装置８０
０によって表示される。
【０２２３】
　図５５は、本テレビジョン受像機の一構成例を示す分解斜視図である。同図に示すよう
に、本テレビジョン受像機７０１は、その構成要素として、液晶表示装置８００の他に第
１筐体８０１および第２筐体８０６を有しており、液晶表示装置８００を第１筐体８０１
と第２筐体８０６とで包み込むようにして挟持した構成となっている。第１筐体８０１に
は、液晶表示装置８００で表示される画像を透過させる開口部８０１ａが形成されている
。また、第２筐体８０６は、液晶表示装置８００の背面側を覆うものであり、当該表示装
置８００を操作するための操作用回路８０５が設けられると共に、下方に支持用部材８０
８が取り付けられている。
【０２２４】
　本アレイ基板は、複数の走査信号線とデータ信号が供給される複数のデータ信号線とを
備え、隣り合う第１および第２画素領域列それぞれに複数の画素領域が含まれ、第１およ
び第２画素領域列それぞれに対応して複数本ずつデータ信号線が設けられたアレイ基板で
あって、一方が第１画素領域列に対応して設けられたデータ信号線で、他方が第２画素領
域列に対応して設けられたデータ信号線である２本の隣り合うデータ信号線の間隙または
該間隙下あるいは該間隙上に、データ信号とは別の信号が供給される間在配線が設けられ
ていることを特徴とする。
【０２２５】
　本アレイ基板（例えば、アクティブマトリクス基板）を備えた表示装置（例えば、液晶
表示装置）を駆動する場合には、上記間在配線にデータ信号とは別の信号（例えば、定電
位信号や周期的に極性が反転する信号）を供給する。これにより、画素とその隣接画素に
対応するデータ信号線との間のクロストークを低減することができ、表示品位を高めるこ
とができる。
【０２２６】
　本アレイ基板においては、上記第１および第２画素領域列それぞれに対応して２本ずつ
データ信号線が設けられ、各画素領域には１つ以上の画素電極が含まれ、第１画素領域列
に含まれる１つの画素電極は、トランジスタを介して、第１画素領域列に対応する２本の
データ信号線のいずれかに接続され、第２画素領域列に含まれる１つの画素電極は、トラ
ンジスタを介して、第２画素領域列に対応する２本のデータ信号線のいずれかに接続され
ている構成とすることもできる。
【０２２７】
　本アレイ基板においては、上記間在配線は各データ信号線と同層に形成されている構成
とすることもできる。
【０２２８】
　本アレイ基板においては、第１画素領域列に含まれる各画素電極は、第１画素領域列に
対応して設けられた２本のデータ信号線それぞれに重なるように配され、第２画素領域列
に含まれる各画素電極は、第２画素領域列に対応して設けられた２本のデータ信号線それ
ぞれに重なるように配されている構成とすることもできる。
【０２２９】
　本アレイ基板においては、第１および第２画素領域列それぞれにおいて、連続する２つ
の画素領域の一方に含まれる画素電極がトランジスタを介して接続されるデータ信号線と
、他方に含まれる画素電極がトランジスタを介して接続されるデータ信号線とが異なって
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いる構成とすることもできる。
【０２３０】
　本アレイ基板においては、第１画素領域列の奇数番目となる画素領域に含まれる画素電
極がトランジスタを介して接続するデータ信号線と、第２画素領域列の偶数番目となる画
素領域に含まれる画素電極がトランジスタを介して接続するデータ信号線とが、上記間在
配線を挟んで隣り合う構成とすることもできる。
【０２３１】
　本アレイ基板においては、トランジスタのゲート電極を覆うゲート絶縁膜と、トランジ
スタのチャネルを覆う層間絶縁膜とが設けられ、各データ信号線および間在配線はゲート
絶縁膜上に形成され、各画素電極は層間絶縁膜上に形成されている構成とすることもでき
る。
【０２３２】
　本アレイ基板においては、上記層間絶縁膜には、無機絶縁膜とこれよりも厚い有機絶縁
膜とが含まれる構成とすることもできる。
【０２３３】
　本アレイ基板においては、複数の保持容量配線を備え、上記間在配線が少なくとも１本
の保持容量配線に接続されている構成とすることもできる。
【０２３４】
　本アレイ基板においては、第１画素領域列に含まれる各画素電極および第２画素領域列
に含まれる各画素電極が、上記間在配線に重なるように配されている構成とすることもで
きる。
【０２３５】
　本アレイ基板においては、第１画素領域列に対応して設けられた２本のデータ信号線の
間隔を１００とした場合に、該２本のデータ信号線のうち間在配線に隣接する方と該間在
配線との間隔が、２～１９８である構成とすることもできる。
【０２３６】
　本アレイ基板においては、第１画素領域列に対応して設けられた２本のデータ信号線の
間隔は、該２本のデータ信号線のうち間在配線に隣接する方と該間在配線との間隔に実質
的に等しい構成とすることもできる。
【０２３７】
　本アレイ基板においては、１つの画素領域に複数の画素電極が設けられている構成とす
ることもできる。
【０２３８】
　本アレイ基板においては、複数の保持容量配線を備え、１つの画素領域に設けられた２
つの画素電極が、同一の走査信号線に繋がる別々のトランジスタを介して同一のデータ信
号線に接続され、一方の画素電極が保持容量配線と容量を形成し、他方の画素電極が別の
保持容量配線と容量を形成している構成とすることもできる。
【０２３９】
　本アレイ基板においては、１つの画素領域に設けられた２つの画素電極が容量を介して
接続され、一方の画素電極のみが１本の走査信号線に繋がるトランジスタを介してデータ
信号線に接続されている構成とすることもできる。
【０２４０】
　本アレイ基板においては、複数の保持容量配線を備え、１つの画素領域に設けられた２
つの画素電極が、同一の走査信号線に繋がる別々のトランジスタを介して同一のデータ信
号線に接続されるとともに、一方の画素電極が別の走査信号線に繋がるトランジスタを介
して、保持容量配線と容量を形成する容量電極に接続されている構成とすることもできる
。
【０２４１】
　本アレイ基板においては、複数の保持容量配線を備え、１つの画素領域に設けられた２
つの画素電極が、同一の走査信号線に繋がる別々のトランジスタを介して同一のデータ信
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号線に接続されるとともに、一方の画素電極が別の走査信号線に繋がるトランジスタを介
して、他方の画素電極と容量を形成する容量電極に接続され、この容量電極が保持容量配
線とも容量を形成している構成とすることもできる。
【０２４２】
　本アレイ基板においては、各画素電極に対応してカラーフィルタが設けられている構成
とすることもできる。
【０２４３】
　本アレイ基板においては、各画素領域に設けられた櫛型の画素電極と、該画素電極と同
層に形成された共通電極とを備える構成とすることもできる。
【０２４４】
　本アレイ基板においては、各画素領域に設けられた櫛型の画素電極と、該画素電極と異
なる層に形成された共通電極とを備える構成とすることもできる。
【０２４５】
　本液晶パネルは、上記アレイ基板を備えることを特徴とする。
【０２４６】
　本液晶表示装置は、上記液晶パネルを備えることを特徴とする。
【０２４７】
　本液晶表示装置においては、上記間在配線には定電位信号が供給される構成とすること
もできる。
【０２４８】
　本液晶表示装置においては、上記間在配線には周期的に極性が反転する信号が供給され
る構成とすることもできる。
【０２４９】
　本液晶表示装置においては、上記間在配線には、実効値が実質的に共通電極の電位とな
る信号が供給される構成とすることもできる。
【０２５０】
　本液晶表示装置は、上記アレイ基板を備え、走査信号線を２本ずつ同時選択していく構
成とすることもできる。
【０２５１】
　本液晶表示装置においては、第１および第２画素領域列それぞれにおいて、連続する２
つの画素領域の一方に含まれる画素電極がトランジスタを介して接続されるデータ信号線
と、他方に含まれる画素電極がトランジスタを介して接続されるデータ信号線とが異なっ
ており、上記連続する２つの画素領域の一方に含まれる画素電極が接続されるトランジス
タが、同時選択される２本の走査信号線の一方に接続され、上記連続する２つの画素領域
の他方に含まれる画素電極が接続されるトランジスタが、同時選択される上記２本の走査
信号線の他方に接続されている構成とすることもできる。
【０２５２】
　なお本願では、走査信号線がトランジスタのゲート電極として機能する場合も、「トラ
ンジスタが走査信号線に接続されている、あるいはトランジスタのゲート電極が走査信号
線に接続されている」と表現する。
【０２５３】
　本液晶表示装置においては、第１画素領域列に対応する２本のデータ信号線の一方には
一垂直走査期間中第１極性のデータ信号を供給するとともに、他方には一垂直走査期間中
第２極性のデータ信号を供給し、第２画素領域列に対応する２本のデータ信号線の一方に
は一垂直走査期間中第１極性のデータ信号を供給するとともに、他方には一垂直走査期間
中第２極性のデータ信号を供給する構成とすることもできる。
【０２５４】
　本液晶表示装置においては、第１画素領域列の奇数番目となる画素領域に含まれる画素
電極がトランジスタを介して接続するデータ信号線と、第２画素領域列の偶数番目となる
画素領域に含まれる画素電極がトランジスタを介して接続するデータ信号線とが、上記間
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在配線を挟んで隣り合い、これら間在配線を挟んで隣り合う２本のデータ信号線それぞれ
には、同一水平走査期間に同一極性のデータ信号を供給する構成とすることもできる。
【０２５５】
　本液晶表示装置は、上記アレイ基板を備え、各保持容量配線には周期的に極性が反転す
る信号が供給されることを特徴とする。この場合、上記間在配線が複数の保持容量配線に
接続されている構成とすることもできる。そして、上記間在配線に接続する各保持容量配
線には同位相の信号が供給される構成とすることもできる。
【０２５６】
　また、本テレビジョン受像機は、上記液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信するチ
ューナ部とを備えることを特徴とする。
【０２５７】
　本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、上記実施の形態を公知技術や技
術常識に基づいて適宜変更したものやそれらを組み合わせて得られるものも本発明の実施
の形態に含まれる。また、各実施の形態で記載した作用効果等もほんの例示に過ぎない。
【産業上の利用可能性】
【０２５８】
　本発明のアクティブマトリクス基板およびこれを備えた液晶パネルは、例えば液晶テレ
ビに好適である。
【符号の説明】
【０２５９】
　１０１～１０８　画素領域
　１２ｉ　１２ｊ　１２ｍ　１２ｎ　トランジスタ
　１５ｘ　１５ｙ　１５Ｘ　１５Ｙ　データ信号線
　１６ｉ　１６ｊ　走査信号線
　１７ｉ　１７ｊ　１７ｍ　１７ｎ　画素電極
　１８ｐ　１８ｒ　１８ｓ　保持容量配線
　４１　間在配線
　α　β　画素領域列
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